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DESCRIPCION
Dispositivo de expulsion de fluido con circuitos de bloqueo de la sefial de datos
Antecedentes

Un sistema de impresion por chorro de tinta, como una realizacion de un sistema de expulsién de fluido, puede
incluir una cabeza impresora, un suministro de tinta que proporciona tinta liquida a la cabeza impresora, y un
controlador electronico que controla dicha cabeza impresora. La cabeza impresora, como una realizacion de un
dispositivo de expulsién de fluido, expulsa gotas de tinta a través de una pluralidad de orificios o toberas. La tinta se
proyecta sobre un medio de impresién, tal como una hoja de papel, para imprimir una imagen sobre el medio de
impresion. Las toberas estan tipicamente dispuestas en una o mas matrices, de forma que la expulsiéon de tinta
apropiadamente secuenciada desde las toberas produce unos caracteres u otras imagenes para ser imprimidas
sobre el medio de impresiéon a medida que la cabeza impresora y el medio de impresiéon se mueven uno con relacion
al otro.

En un sistema de impresioén por chorro de tinta térmico tipico la cabeza impresora expulsa las gotas de tinta a través
de unas toberas mediante el rapido calentamiento de pequefios volumenes de tinta situados en camaras de
vaporizacion. La tinta es calentada por medio de unos pequefios calentadores tales como unas delgadas laminas de
resistencias denominadas aqui resistencias de propulsién. El calentamiento de la tinta hace que se vaporice y que
sea expulsada a través de las toberas.

Para expulsar una gota de tinta, el controlador electronico que controla la cabeza impresora activa una corriente
eléctrica desde un suministro de potencia exterior a la cabeza impresora. Dicha corriente eléctrica es hecha pasar a
través de una resistencia de propulsidon para calentar la tinta en una correspondiente camara de vaporizaciéon
seleccionada y expulsar la tinta a través de una correspondiente tobera. Los generadores de gotas conocidos
incluyen una resistencia de propulsién, una correspondiente cdmara de vaporizacion, y una correspondiente tobera.

A medida que las cabezas impresoras han ido evolucionando ha aumentado el numero de generadores de gotas en
una cabeza impresora con el fin de mejorar la velocidad y/o la calidad de la impresion. El aumento del niumero de
generadores de gotas por cabeza impresora ha dado como resultado un correspondiente aumento del numero de
areas terminales de entrada de datos requeridas en una matriz de cabeza impresora para excitar el mayor numero
de resistencias de propulsion. En un tipo de cabeza impresora, cada resistencia de propulsion esta acoplada a un
area terminal correspondiente para proporcionar energia para excitar dicha resistencia de propulsion. Un area
terminal por resistencia de propulsiéon llega a no ser practica a medida que aumenta el nimero de resistencias de
propulsion.

El niumero de generadores de gotas por area terminal esta significativamente aumentado en otro tipo de cabeza
impresora que tenga primitivos. Un Unico cable de energia proporciona energia a todas las resistencias de
propulsion en un primitivo. Cada resistencia de propulsion estd acoplada en serie con el cable de energia y con el
camino drenaje-fuente de un correspondiente transistor de efecto de campo (FET). La puerta de cada FET en un
primitivo esta acoplada a un cable de direccion excitable independientemente que es compartido por varios
primitivos.

Los fabricantes continian aumentando el nUmero de generadores de gotas por cada area terminal mediante la
reduccion del numero de areas terminales y/o el aumento del numero del nimero de generadores de gotas en una
matriz de cabeza impresora. Una cabeza impresora con menos areas terminales normalmente cuesta menos que
una cabeza impresora con mas areas terminales. Por lo tanto, una cabeza impresora con mas areas terminales
imprime con una mayor calidad y/o velocidad de impresion.

Por éstos y otros motivos es necesario el presente invento.
Resumen

Un aspecto del presente invento proporciona un dispositivo de expulsion definido en la reivindicacion 1 y un método
de funcionamiento en la reivindicacion 7. Otras reivindicaciones se exponen en las reivindicaciones dependientes.

Breve descripcién de los dibujos

Las realizaciones del invento se comprenderan mejor con referencia a los siguientes dibujos. Los elementos de los
dibujos no estan necesariamente a una escala relativa unos con otros. Nimeros de referencia iguales designan
piezas similares correspondientes.

La Figura 1 ilustra un sistema de impresion por chorro de tinta.
La Figura 2 es un diagrama que ilustra una parte de una matriz de cabeza impresora.

La Figura 3 es un diagrama que ilustra un esquema de colocacién de los generadores de gotas situados a lo largo
de una ranura de alimentacion de tinta en una matriz de cabeza impresora.
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La Figura 4 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una celda de propulsién empleada en una realizacion de una
matriz de cabeza impresora, util para entender el invento.

La Figura 5 es un diagrama esquematico que ilustra un ejemplo de una disposicion de celda de propulsién en una
cabeza impresora de chorro de tinta, util para entender el invento.

La Figura 6 es un diagrama esquematico que ilustra un ejemplo de una celda de impresiéon precargada, util para
entender el invento.

La Figura 7 es un diagrama esquematico que ilustra un ejemplo de disposicion de celda de propulsidon en una
cabeza impresora de chorro de tinta, util para entender el invento.

La Figura 8 es un diagrama de temporizacion que ilustra el funcionamiento de un ejemplo de celda de propulsion en
una cabeza impresora de chorro de tinta, util para entender el invento.

La Figura 9 es un diagrama esquematico que ilustra una realizacion de una celda de propulsién precargada
configurada para bloquear datos, de acuerdo con el presente invento.

La Figura 10 es un diagrama esquematico que ilustra una realizacién de un circuito de celdas de propulsién de doble
velocidad de datos de acuerdo con el presente invento.

La Figura 11 es un diagrama de temporizacion que ilustra el funcionamiento de una realizacion de un circuito de
celdas de propulsion de doble velocidad de datos.

La Figura 12 es un diagrama esquematico que ilustra una realizacion de una celda de propulsidon precargada, de
acuerdo con el presente invento.

La Figura 13 es un diagrama de temporizacion que ilustra el funcionamiento de una realizacion de un circuito de
celda de propulsion de doble velocidad de datos que usa la celda de propulsion precargada de la Figura 12.

La Figura 14 es un diagrama esquematico que ilustra una realizaciéon de una celda de propulsidon precargada de un
transistor de dos pasos de acuerdo con el presente invento.

La Figura 15 es un diagrama de temporizacion que ilustra el funcionamiento de una realizacion de un circuito de
celdas de propulsion de doble velocidad de datos que usa la celda de propulsion precargada de la Figura 12 y la
celda de propulsién precargada del transistor de dos pasos de la Figura 14.

Descripcion detallada

En la descripcion detallada que sigue se hace referencia a los dibujos que se acompafian, los cuales forman parte
de ella, y se muestran a modo de ilustracion de las realizaciones especificas en las que el invento puede ser puesto
en practica. A este respecto, la terminologia direccional tal como “superior”, “inferior”, “frontal”, “trasero”, “delantero”,
“posterior”, etc, se usa con referencia a la orientacién de la o las Figuras que se describen. Debido a que los
componentes del presente invento pueden estar situados en diversas orientaciones diferentes, la terminologia
direccional se usa con fines de ilustracion y de ningin modo limitativa. Por lo tanto, la siguiente descripcion detallada
no debe tomarse en un sentido limitativo, y el alcance del presente invento esta definido por las reivindicaciones

anejas.

La Figura 11 ilustra una realizacién de un sistema 20 de impresion por chorro de tinta. Dicho sistema 20 de
impresion por chorro de tinta constituye una realizacion de un sistema de expulsion de fluido que incluye un
dispositivo de expulsion de fluido, tal como un conjunto 22 de la cabeza impresora de chorro de tinta, y un conjunto
de suministro de fluido, tal como un conjunto 24 de suministro de tinta. El sistema 20 de impresién por chorro de tinta
incluye también un conjunto de montaje 26, un conjunto 28 de transporte de los medios, y un controlador electrénico
30. Al menos un suministro de energia 32 proporciona energia a los diversos componentes eléctricos del sistema 20
de impresién por chorro de tinta.

En una realizacién, el conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta incluye al menos una cabeza
impresora o boquilla 40 de cabeza impresora que expulsa gotas de tinta a través de una pluralidad de orificios o
toberas 34 hacia un medio de impresion 36 para imprimir sobre dicho medio de impresion 36. La cabeza impresora
40 es una realizacion de un dispositivo de expulsion de fluido. EI medio de impresion 36 puede ser cualquier tipo de
material de hoja adecuado, tal como papel, cartén, transparencias, Mylar, tejido, y similar. Tipicamente, las toberas
34 estan dispuestas en una o mas columnas o matrices de forma que la apropiada expulsion de tinta por las toberas
34 haga que se impriman caracteres, simbolos, y/u otros graficos o imagenes sobre un medio de impresion 36
cuando el conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta y el medio de impresion 36 se mueven uno con
relacion al otro. En tanto que la siguiente descripcion se refiere a la expulsion de tinta del conjunto 22 de la cabeza
impresora, se entiende que otros liquidos, fluidos o materiales fluyentes, que incluyen un fluido transparente, pueden
ser expulsados de un conjunto 22 de la cabeza impresora.

El conjunto 24 de suministro de tinta como una realizacién de un conjunto de suministro de fluido proporciona tinta a
un conjunto 22 de la cabeza impresora e incluye un depdsito 38 para almacenar tinta. Como tal, la tinta fluye del
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depésito 38 al conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta. El conjunto 24 de suministro de tinta y el
conjunto 22 de la cabeza impresora pueden formar un sistema de entrega de tinta en una direccién o bien un
sistema de entrega de tinta en recirculacion. En un sistema de entrega de tinta en una direccion, sustancialmente
toda la tinta proporcionada al conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta se consume durante la
impresion. En un sistema de entrega de tinta en recirculacién solamente se consume durante la impresién una parte
de la tinta proporcionada al conjunto 22 de la cabeza impresora. Como tal, la tinta no consumida durante la
impresién es devuelta al conjunto 24 de suministro de tinta.

En una realizacion el conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta y el conjunto 24 de suministro de tinta
estan alojados juntos en un cartucho de chorro de tinta o en una pluma. El cartucho de chorro de tinta o pluma es
una realizacion de un dispositivo de expulsion de fluido. En otra realizacion, el conjunto 24 de suministro de tinta es
independiente del conjunto 22 de la cabeza impresora y proporciona tinta a un conjunto 22 de la cabeza impresora
por chorro de tinta a través de una conexién de interfase, tal como un tubo de suministro (no mostrado). En otra
realizacion el deposito 38 del conjunto 24 de suministro de tinta puede ser retirado, sustituido, y/o rellenado. En una
realizacion, en la que el conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta y el conjunto 24 de suministro de
tinta estan alojados juntos en un cartucho de chorro de tinta, el depdsito 38 incluye un depdsito local situado dentro
del cartucho y puede también incluir un depdsito mayor situado independientemente del cartucho. Como tal, el
depésito independiente, mayor sirve para rellenar el depésito local. En consecuencia, el depdsito mayor
independiente y/o el depdsito local pueden ser retirados, sustituidos, y/o rellenados.

El conjunto de montaje 26 situa el conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta con relacién al conjunto 28
de transporte de los medios, y dicho conjunto 28 de transporte de los medios sitia el medio de impresion 36 con
relacion al conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta. De este modo, se define una zona de impresion
37 contigua a las toberas 34 en un area entre el conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta y un medio
de impresion 36. En una realizacion el conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta es un conjunto de
cabeza impresora de tipo exploracion. Como tal, el conjunto 26 de montaje incluye un carro (no mostrado) para
mover el conjunto 22 de la cabeza impresora con relacién al conjunto 28 de los medios de transporte para explorar
el medio de impresion 36. En otra realizaciéon el conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta es un
conjunto de cabeza impresora que no es de tipo explorador. Como tal, el conjunto 26 de montaje fija el conjunto 22
de la cabeza impresora por chorro de tinta en una posicion prescrita con relacion al conjunto 28 de transporte de los
medios. Por lo tanto, el conjunto 28 de transporte de los medios sitia el medio de impresién 36 con relacion al
conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta.

El controlador electronico o controlador de impresion 30 incluye tipicamente un procesador, un soporte légico
inalterable, y otros elementos electronicos, o cualquier combinacién de ellos, para comunicar con y controlar el
conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta, el conjunto 26 de montaje, y el conjunto 28 de transporte de
los medios. El controlador electrénico 36 recibe los datos 39 de un sistema principal, tal como un ordenador, y
usualmente incluye una memoria para almacenar temporalmente unos datos 39. Tipicamente, los datos 39 son
enviados al sistema 20 de impresion por chorro de tinta a lo largo de un camino electrénico, infrarrojo, u otro camino
de transferencia de informacién. Los datos 39 representan, por ejemplo, un documento y/o un fichero que ha de ser
rellenado. Como tal, los datos 39 forman una tarea de impresion para el sistema 20 de impresion por chorro de tinta
e incluye una o mas ordenes de impresion y/o parametros de érdenes.

En una realizacién el controlador electrénico 30 controla el conjunto 22 de la cabeza de impresién por chorro de tinta
para la expulsion de gotas de tinta desde las toberas 34. Como tal, el controlador electrénico define un patrén de
gotas de tinta expulsadas que forman caracteres, simbolos, y/u otros graficos o imagenes sobre el medio de
impresion 36. El patron de las gotas expulsadas esta determinado por las 6rdenes de la tarea de impresion y/o por
los parametros de las 6rdenes.

En una realizacion el conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta incluye una cabeza impresora 40. En
otra realizacion el conjunto 22 de la cabeza impresora por chorro de tinta es una cabeza impresora de matriz ancha
0 un conjunto de varias cabezas. En una realizacion de matriz ancha el conjunto 22 de la cabeza impresora 22
incluye un transportador, el cual transporta las boquillas 40 de la cabeza impresora, proporciona comunicacion
eléctrica entre las matrices 40 de la cabeza impresora y el controlador electrénico 30, y proporciona una
comunicacion fluida entre las matrices 40 de la cabeza impresora y el conjunto 24 del suministro de tinta.

La Figura 2 es un diagrama que ilustra una parte de una realizaciéon de una matriz 40 de cabeza impresora. La
matriz 40 de cabeza impresora incluye una disposicion de impresion o de elementos 42 de expulsion de fluido. Los
elementos 42 de impresidn estan formados sobre un sustrato 44, el cual tiene una ranura 46 de alimentacion de tinta
formada en él. Como tal, la ranura 46 de alimentacion de tinta proporciona un suministro de tinta liquida a los
elementos de impresion 42. Dicha ranura 46 de alimentaciéon de tinta es una realizacién de una fuente de
alimentacion de fluido. Otras realizaciones de fuentes de alimentacién de fluido incluyen, pero no estan limitadas, a
los correspondientes agujeros de alimentacion de tinta individuales que alimentan las correspondientes camaras de
vaporizacién y los diversos fosos mas cortos de alimentacion de tinta, alimentando cada uno los correspondientes
grupos de elementos de expulsién de fluido. Una estructura 48 de una lamina delgada tiene un canal 54 de
alimentacion de tinta formado en ella, que comunica con la ranura 46 de alimentacion de tinta formada en el sustrato
44. Una capa 50 de orificios tiene una cara frontal 50a y una abertura 34 de tobera formada en la cara frontal 50a. La
capa 50 de orificios tiene también una camara de tobera o una camara de vaporizacién 56 formada en ella que se



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ES 2394495 T3

comunica con la abertura 34 de la tobera y con el canal 54 de alimentacion de tinta de la estructura 48 de lamina
delgada. Una resistencia de propulsion 52 esta situada dentro de la camara de vaporizacion 56 y los cables 58
acoplan eléctricamente dicha resistencia de propulsion 52 a los circuitos que controlan la aplicacion de la corriente
eléctrica a través de resistencias de propulsion seleccionadas. Un generador de gotas 60 tal como se ha referido
aqui incluye una resistencia de propulsion 52, una camara de la tobera o camara de vaporizacioén y la abertura 34 de
la tobera.

Durante la impresion la tinta fluye desde la ranura de alimentacién 46 a la camara de vaporizacién 56 a través del
canal 54 de alimentacién de tinta. La abertura 34 de la tobera esta operativamente asociada con la resistencia de
propulsion 52 de modo que dentro de la camara de vaporizacion 56 se expulsan unas gotitas de tinta a través de la
abertura 34 de la tobera (por ejemplo, sustancialmente normal al plano de la resistencia de propulsion 52) y hacia el
medio de impresion 36 tras la excitacion de la resistencia de propulsion 52.

Ejemplos de realizaciones de las boquillas 40 de la cabeza impresora incluyen una cabeza impresora térmica, una
cabeza impresora piezoeléctrica, una cabeza impresora electroestatica, o cualquier otro tipo de dispositivo de
expulsion de fluido conocido en la técnica que pueda ser integrado en una estructura multicapa. El sustrato 44 esta
formado, por ejemplo, por silicona, vidrio, material ceramico, o se forma un polimero estable y una estructura de
lamina delgada 48 para incluir una o0 mas capas de pasivacién o de aislamiento de didxido de silicio, carburo de
silicio, nitruro de silicio, tantalio, vidrio de polisilicona, u otro material apropiado. También, la estructura 48 de lamina
delgada incluye al menos una capa conductora, la cual define una resistencia de propulsiéon 52 y unos cables 58. Por
ejemplo, la capa conductora esta hecha para incluir aluminio, oro, tantalio, tantalio-aluminio, u otro metal o aleacién
de metal. En una realizacion, los circuitos de la celda de propulsién, tal como se describe con detalle mas adelante
esta realizada en un sustrato y en capas de laminas delgadas, tal como el sustrato 44 y la estructura 48 de lamina
delgada.

En una realizacion la capa 50 de orificios comprende una resina epoxi fotoimaginable, por ejemplo, una epoxi
denominada SU8, comercializada por Micro-Chem, Newton, MA. En la Patente de EEUU N° 6.162.589, que se
incorpora aqui como referencia, se describen ejemplos de técnicas para la fabricacion de la capa de orificios 50 con
SU8 u otros polimeros. En una realizacion la capa de orificios 50 estd formada por dos capas independientes
denominadas una capa barrera (por ejemplo, una capa barrera fotorresistente de lamina seca) y una capa metalica
de orificios (por ejemplo, una capa de niquel, cobre, aleaciones de hierro/niquel, paladio, oro, o rodio) formada sobre
la capa barrera. Sin embargo, también se pueden emplear otros materiales apropiados para formar dicha capa de
orificios 50).

La Figura 3 es un diagrama que ilustra los generadores 60 de gotas situados a lo largo de la ranura 46 de
alimentacion de tinta en una realizacion de matriz 40 de la cabeza impresora. La ranura 46 de alimentacion de tinta
incluye los lados 46a y 46b de la ranura de alimentacion de tinta. Los generadores 60 de gotas estan dispuestos
cada uno a lo largo de dichos lados opuestos 46a y 46b de la ranura de alimentacion de tinta. Un total de n
generadores 60 de gotas estan situados a lo largo de la ranura 46 de alimentacién de tinta, con m generadores 60
de gotas situados a lo largo del lado 46a de la ranura de alimentacién de tinta, y m-n generadores 60 de gotas
situados a lo largo del lado 46b de la ranura de alimentacién de tinta. En una realizaciéon n es igual a 200
generadores 60 de gotas sitiados a lo largo de la ranura 46 de alimentacion de tinta y m es igual a 100 generadores
60 de gotas situados a lo largo de cada uno de los lados opuestos 46a y 46b de la ranura de alimentacion de tinta.
En otras realizaciones se puede disponer cualquier niumero adecuado de generadores 60 de gotas a lo largo de la
ranura 46 de alimentacion de tinta.

La ranura 46 de alimentacion de tinta proporciona tinta a cada uno de los n generadores 60 de gotas dispuestos a lo
largo de dicha ranura 46 de alimentacion de tinta. Cada uno de los n generadores 60 de gotas incluye una
resistencia de propulsion 52, una camara de vaporizacion 56 y una tobera 34. Cada una de las n camaras de
vaporizacion 56 esta acoplada fluidamente a una ranura 46 de alimentacion de tinta a través de al menos un canal
54 de alimentacion de tinta. Las resistencias de propulsién 52 de los generadores 60 de gotas son excitadas en una
secuencia controlada para expulsar fluido de las camaras de vaporizaciéon 56 y a través de las toberas 34 para
imprimir una imagen sobre un medio de impresion 36.

La Figura 4 es un diagrama que ilustra un ejemplo no reivindicado de una celda de propulsion 70 empleada en una
realizacién de una boquilla 40 de cabeza impresora. Dicha celda de propulsién 70 incluye una resistencia de
propulsién 52, un conmutador de accionamiento 72 de la resistencia, y un circuito de memoria 74. La resistencia de
propulsiéon 52 forma parte de un generador de gotas 60. El conmutador de accionamiento 72 y el circuito de memoria
forman parte de los circuitos que controlan la aplicacién de la corriente eléctrica a través de la resistencia de
propulsién 52. La celda de propulsién 70 esta formada por una estructura 48 de lamina delgada y sobre un sustrato
44,

En una realizacion la resistencia de propulsion 52 es una resistencia de ldmina delgada y el conmutador de
accionamiento 72 es un transistor de efecto de campo (FET). La resistencia de propulsion 52 esta eléctricamente
acoplada a una linea de propulsiéon 76 y al camino drenaje-fuente del conmutador de accionamiento 72. Dicho
camino drenaje-fuente del conmutador de accionamiento 72 esta también acoplado eléctricamente a una linea de
referencia 78 que esta acoplada a un voltaje de referencia, tal como a tierra. La puerta del conmutador de
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accionamiento 72 esta eléctricamente acoplada al circuito de memoria 74 que controla el estado del conmutador de
accionamiento 72.

El circuito de memoria 74 esta eléctricamente acoplado a una linea de datos 80 y las lineas de habilitaciéon 82. La
linea de datos 80 recibe una sefal de datos que representa parte de una imagen y las lineas de habilitacion 82
reciben sefales de habilitacion para controlar el funcionamiento del circuito de memoria 74. Dicho circuito de
memoria 74 almacena un bit de datos tal como estd permitido por las sefiales de habilitacion. El nivel légico de los
bits de datos almacenados fija el estado (por ejemplo, activado o desactivado, conductor o no conductor) del
conmutador de accionamiento 72. Las sefales de habilitacion pueden incluir una o mas sefiales seleccionadas y una
0 mas sefales de direccion.

La linea de propulsién 76 recibe una sefial de energia que comprende impulsos de energia y proporciona un impulso
de energia a la resistencia de propulsion 52. En una realizacion los impulsos de energia son proporcionados por el
controlador electrénico 30 para tener unos momentos de arranque temporizados y una duracién temporizada, que da
lugar a unos momentos de terminacion temporizados, para proporcionar una cantidad de energia apropiada para
calentar y vaporizar el fluido en la cdmara de vaporizacién 56 de un generador de gotas 60. Si el conmutador de
accionamiento 72 esta activado (conductor) el impulso de energia calienta la resistencia de propulsién 52 para
calentar y expulsar fluido del generador de gotas 60. Si el conmutador de accionamiento 72 esta desactivado (no
conductor), el impulso de energia no calienta la resistencia de propulsion 52 y el fluido permanece en el generador
de gotas 60.

La Figura 5 es un diagrama esquematico que ilustra un ejemplo no reivindicado de una matriz 100 de celdas de
propulsién de la cabeza impresora de chorro de tinta. Dicha matriz 100 de celdas de propulsiéon incluye una
pluralidad de celdas de propulsion 70 dispuestas en n grupos de propulsion 102a-102n. En una realizacion dichas
celdas de propulsion 70 estan dispuestas en seis grupos de propulsiéon 102a-102n. En otras realizaciones las celdas
de propulsién 70 pueden estar dispuestas en cualquier numero apropiado de grupos de propulsion 102a-102n, tal
como cuatro o mas grupos de propulsion 1021-102n.

Las celdas de propulsion 70 en la matriz 100 estan dispuestas esquematicamente en L filas y m columnas. Las L
filas de celdas de propulsion 70 estan eléctricamente acopladas a las lineas de habilitacién 104 que reciben sefales
de habilitacion. Cada fila de celdas de propulsion 70, aqui referidas como un subgrupo de filas o un subgrupo de
celdas de propulsion 70, esta eléctricamente acoplado a un conjunto del subgrupo de lineas de habilitacién 106a-
106L. Dicho subgrupo de lineas de habilitacion 106a-106L recibe el subgrupo de sefales de habilitacion SG1,
SG2,...SGL que habilitan el correspondiente subgrupo de celdas de propulsion 70.

Las m columnas esta eléctricamente acopladas a m lineas de datos 108a-108m que reciben sefales de datos D1,
D2... Dm, respectivamente. Cada una de las m columnas incluye unas celdas de propulsion 70 en cada uno de los n
grupos de propulsion 102a-102n y en cada columna de celdas de propulsion 70, tal como se han referido aqui como
un grupo de lineas de datos o un grupo de datos, esta eléctricamente acoplada a una de las lineas de datos 108a-
108m. En otras palabras, cada una de las lineas de datos 108a-108m esta eléctricamente acoplada a cada una de
las celdas de propulsion 70 en una columna, que incluye las celdas de propulsion 70 en cada uno de los grupos de
propulsién 102a-102n. Por ejemplo, la linea de datos 108a esta eléctricamente acoplada a cada una de las celdas
de propulsion 70 en la columna del extremo izquierdo, que incluye las celdas de propulsién 70 en cada uno de los
grupos de propulsion 102a-102n. La linea de datos 108b esta eléctricamente acoplada a cada una de las celdas de
propulsién 70 en la columna contigua y asi sucesivamente, a lo largo de e incluyendo la linea de datos 108m que
esta eléctricamente acoplada a cada una de las celdas de propulsién 70 en la columna del extremo derecho, que
incluyen las celdas de propulsién 70 en cada uno de los grupos de propulsién 102a-102n.

En una realizacién la matriz 100 esta dispuesta en seis grupos de propulsion 102a-102n y cada uno de los seis
grupos de propulsion 102a-102n incluye 13 subgrupos y ocho grupos de lineas de datos. En otras realizaciones la
matriz 100 puede estar dispuesta en cualquier nimero apropiado de grupos de propulsiéon 102a-102n y en cualquier
numero apropiado de subgrupos y de grupos de lineas de datos. En cualquier realizacion los grupos de propulsion
102a-102n no estan limitados en cuanto a tener el mismo numero de subgrupos y de grupos de lineas de datos. En
lugar de ello, cada uno de los grupos de propulsién 102a-102n puede tener un nimero diferente de subgrupos y/o de
grupos de lineas de datos en comparacion con cualquier otro grupo de propulsion 102a-102n. Ademas, cada
subgrupo puede tener un numero diferente de celdas de propulsiéon 70 en comparacion con cualquier otro subgrupo,
y cada grupo de lineas de datos puede tener un numero diferente de celdas de propulsion 70 en comparaciéon con
cualquier otro grupo de lineas de datos.

Las celdas de propulsién 70 en cada uno de los grupos de propulsién 102a-102n estan eléctricamente acopladas a
una de las lineas de propulsion 110a-110n. En el grupo de propulsién 102a, cada una de las celdas de propulsion 70
esta eléctricamente acoplada a la linea de propulsidon 110a que recibe la sefial de propulsiéon o sefial de energia
FIRE1. En el grupo de propulsién 102b, cada una de las celdas de propulsion 70 esta eléctricamente acoplada a la
linea de propulsion 110b que recibe la sefial de propulsién o sefal de energia FIRE2, y asi sucesivamente, hasta y
que incluye el grupo de propulsién 102n en el que cada una de las celdas de propulsion 70 esta eléctricamente
acoplada a la linea de propulsién 110n que recibe la sefial de propulsion o sefial de energia FIREn. Ademas, cada
una de las celdas de propulsién 70 en cada uno de los grupos de propulsion 102a-102n esta eléctricamente
acoplada a una linea de referencia comun 112 que esta conectada a tierra.
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En funcionamiento, las sefiales del subgrupo de habilitaciéon SG1, SG2,...SG, estan dispuestas lineas de habilitacion
del subgrupo 106a-106L para habilitar un subgrupo de celdas de propulsion 70. Las celdas de propulsion 70
habilitadas almacenan sefiales de datos D1, D2,...Dm dispuestas en las lineas de datos 108a-108m. Dichas sefales
de datos D1, D2,...Dm son almacenadas en unos circuitos de memoria 74 de las celdas de propulsién 70 habilitadas.
Cada una de las sefiales de datos almacenadas D1, D2...Dm fija el estado del conmutador de accionamiento 72 en
una de las celdas de propulsiéon 70 habilitadas. EI conmutador de accionamiento 72 se fija para conducir o no
conducir sobre la base del valor de la sefal de los datos almacenados.

Después de haberse fijado los estados de los conmutadores de accionamiento 72 seleccionados, se dispone una
sefal de energia FIRE1-FIREn en la linea de propulsién 110a-110n que corresponde al grupo de propulsién 102a-
102n que incluye el subgrupo seleccionado de celdas de propulsién 70. La sefial de energia FIRE1-FIREn incluye un
impulso de energia. Dicho impulso de energia se dispone en la linea de propulsion 110a-110n para excitar las
resistencias de propulsion 52 en las celdas de propulsiéon 70 que tienen conmutadores de accionamiento 72
conductores. Las resistencias de propulsidn excitadas 52 calientan y expulsan tinta sobre un medio de impresion 36
para imprimir una imagen representada por las sefiales de datos D1, D2,... Dm. El proceso de habilitar un subgrupo
de celdas de propulsion 70, almacenar las sefiales de datos D1, D2,... Dm en el subgrupo habilitado y proporcionar
una sefial de energia FIRE1-FIREn para excitar las resistencias de propulsion 52 en el subgrupo habilitado contintia
hasta que se detiene la impresién.

En una realizacion, cuando una sefial de energia FIRE1-FIREn se proporciona a un grupo seleccionado de grupo de
propulsién 102a-102n, las sefiales de habilitacion del subgrupo SG1, SG2,...SG. cambian para seleccionar y habilitar
otro subgrupo en un diferente grupo de propulsiéon 102a-102n. El subgrupo nuevamente habilitado almacena las
sefiales de datos D1, D2... Dm proporcionadas en las lineas de datos 108a-108m y se proporciona una sefial de
energia FIRE1-FIREnN en una de las lineas de propulsion 110a-110n para excitar las resistencias de propulsion 52 en
las celdas de propulsion 70 nuevamente habilitadas. En cualquier momento solamente un subgrupo de celdas de
propulsion 70 es habilitado por las sefiales de habilitacion del subgrupo SG1, SG2,...SG. para almacenar las sefales
de datos D1, D2...Dm proporcionadas en las lineas de datos 108a-108m. En este aspecto, las sefiales de datos D1,
D2...Dm en las lineas de datos 108a-108m son sefiales de datos multiplexadas por division de tiempo. También,
solamente un subgrupo en un grupo de propulsién seleccionado 102a-102n incluye unos conmutadores de
accionamiento 72 que estan fijados para conducir mientras que se proporciona una sefial de energia FIRE1-FIREn
en el grupo de propulsion seleccionado 102a-102n. No obstante, las sefiales de energia FIRE1-FIREn
proporcionadas a los diferentes grupos de propulsién 102a-102n pueden y de hecho se solapan.

La Figura 6 es un diagrama esquemético que ilustra un ejemplo no reivindicado de una celda de propulsion 120
precargada. Dicha celda de propulsién 120 precargada incluye un conmutador de accionamiento 172 eléctricamente
acoplado a una resistencia de propulsion 52. En una realizacion dicho conmutador de accionamiento 172 es un FET
que incluye un camino drenaje-fuente acoplado eléctricamente en un extremo a un terminal de la resistencia de
propulsién 52 y en el otro extremo a una linea de referencia 122. Dicha linea de referencia 122 esta conectada a un
voltaje de referencia, tal como a tierra. El otro terminal de la resistencia de propulsién 52 esta eléctricamente
acoplado a una linea de propulsidon 124 que recibe una sefial de propulsion o sefial de energia FIRE que incluye
unos impulsos de energia. Dichos impulsos de energia accionan la resistencia de propulsién 52 si el conmutador de
accionamiento 172 esta activado (conductor).

La puerta del conmutador de accionamiento 172 forma una capacitancia 126 del nodo de almacenamiento que
funciona como un elemento de memoria para almacenar datos que tienen como objeto la activacion secuencial de
un transistor de precarga 128 y de un transistor de seleccién 130. La capacitancia 126 del nodo de almacenamiento
se muestra en lineas de trazos, ya que forma parte del conmutador de accionamiento 172. Alternativamente, se
puede usar como un elemento de memoria un condensador independiente del conmutador de accionamiento 172.

El camino drenaje-fuente y la puerta del transistor de precarga 128 estan eléctricamente acoplados a una linea de
precarga 132 que recibe una sefial de precarga. La puerta del conmutador de accionamiento 172 esta
eléctricamente acoplada al camino drenaje-fuente del transistor de precarga 128 y al camino drenaje-fuente del
transistor de seleccion 130. La puerta de dicho transistor de seleccion 130 esta eléctricamente acoplada a una linea
de seleccion 134 que recibe una sefial de seleccidon. Una sefial de precarga es un tipo de sefial de control de carga
de impulsos.

Un transistor 136 de datos, un primer transistor 138 de direcciones y un segundo transistor 140 de direcciones
incluyen unos caminos drenaje-fuente que estan acoplados eléctricamente en paralelo. La combinacion en paralelo
del transistor 136 de datos, del primer transistor 138 de direcciones y del segundo transistor 140 de direcciones esta
eléctricamente acoplada entre el camino drenaje-fuente del transistor de seleccién 130 y la linea de referencia 122.
El circuito en serie que incluye el transistor de seleccién 130 acoplado a la combinacién en paralelo del transistor
136 de datos, del primer transistor 138 de direcciones y del segundo transistor 140 de direcciones esta
eléctricamente acoplado por medio de la capacitancia 126 del nodo del conmutador de accionamiento 172. La puerta
del transistor 136 de datos esta eléctricamente acoplada a la linea de datos 142 que recibe unas sefiales de datos —
DATA. La puerta del primer transistor 138 de direcciones esta eléctricamente acoplada a una linea de direcciones
144 que recibe unas sefales de direccion —~ADDRESS1 y la puerta del segundo transistor 140 de direcciones esta
eléctricamente acoplada a una segunda linea de direccidon 146 que recibe unas sefales de direccion —~ADDRESS2.
Las sefiales de datos —DATA y las sefiales de direccion —~ADDRESS1 y ADDRESS2 estan activas cuando estan
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bajas como indicadas por la tilde (-) al comienzo del nombre de la sefial. La capacitancia 126 del nodo, el transistor
de precarga 128, el transistor de seleccion 130, el transistor de datos 136 y los transistores de direccion 138 y 140
forman una celda de memoria.

En funcionamiento, la capacitancia 126 del nodo es precargada por medio del transistor de precarga 128
proporcionando un alto nivel de impulsos de voltaje en la linea de precarga 132. En una realizacion, después del
impulso de voltaje de alto nivel en la linea de precarga 132, se dispone una sefial de datos —-DATA en la linea de
datos 142 para fijar el estado del transistor de datos 136 y se disponen las sefales de direccion —~ADDRESS1 y
ADDRESS? en las lineas de direccion 144 y 146 para fijar los estados del primer transistor de direcciones 138 y del
segundo transistor de direcciones 140. Un impulso alto nivel de voltaje se dispone en la linea de selecciéon 134 para
activar el transistor de seleccion 130 y la capacitancia 126 del nodo se descarga si el transistor 136 de datos, el
primer transistor de direccion 138 y/o el segundo transistor de direccion 140 estan activados. Alternativamente, la
capacitancia 126 del nodo permanece cargada si el transistor 136 de datos, el primer transistor 138 de direccién y el
segundo transistor 140 de direccidn estan todos desactivados.

La celda de propulsion 120 precargada es una celda de propulsién direccionada si ambas sefiales de direccion —
ADDRESS1 y ADDRESS?2 son bajas y la capacitancia 126 del nodo se descarga si la sefial de datos -DATA es alta
0 permanece cargada si la sefial de datos —DATA es baja. La celda de propulsién 120 precargada no es una celda
de propulsion direccionada si al menos una de las sefiales —~ADDRESS1 y ADRESS?2 es alta y la capacitancia 126
del nodo se descarga independientemente del nivel de voltaje —-DATA de la sefial de datos. Los transistores de
direccion primero y segundo 136 y 138 comprenden un decodificador de direcciones, y el transistor 136 de datos 136
controla el nivel de voltaje en la capacitancia 126 del nodo si se ha direccionado la celda de propulsién 120
precargada.

La Figura 7 es un diagrama esquematico que ilustra un ejemplo no reivindicado de una matriz 200 de una celda de
propulsién de cabeza impresora por chorro de tinta. Dicha matriz 200 de celda de propulsion incluye una pluralidad
de celdas de propulsién 120 precargadas dispuestas en seis grupos de propulsion 202a-202f. Dichas celdas de
propulsién 120 precargadas en cada grupo de propulsiéon 202a-202f estan esquematicamente ordenadas en 13 filas
y ocho columnas. Los grupos de propulsion 202a-202f y las celdas de propulsién 120 precargadas en la matriz 200
estan esquematicamente ordenadas en 78 filas y ocho columnas.

Las ocho columnas de las celdas de propulsién 120 precargadas estan eléctricamente acopladas a ocho lineas de
datos 208a-208h que reciben las sefales de datos —D1, -D2...-D8, respectivamente. Cada una de las ocho
columnas, referidas aqui como un grupo de lineas de datos o grupo de datos, incluye unas celdas de propulsién 120
precargadas en cada uno de los seis grupos de propulsion 202a-202f. Cada una de las celdas de propulsion 120 en
cada columna de celdas de propulsién 120 precargadas esta eléctricamente acoplada a una de las lineas de datos
208a-208h. Todas las celdas de propulsién 120 precargadas en un grupo de lineas de datos estan eléctricamente
acopladas a la misma linea de datos 208a-208h que esta eléctricamente acoplada a las puertas de los transistores
de datos 136 en las celdas de propulsion 120 precargadas en la columna. En una realizacién, cada una de las
sefiales de datos —D1, -D2...-D8 representa una parte de una imagen. También, en una realizacion, cada una de las
lineas de datos 208a-208h esta eléctricamente acoplada a unos circuitos de control externo a través de un area
terminal de interfaz correspondiente.

La linea de datos 208a esta eléctricamente acoplada a cada una de las celdas de propulsién 120 precargadas en la
columna del extremo izquierdo, que incluye celdas de propulsién precargadas en cada uno de los grupos de
propulsion 202a-202f. La linea de datos 208b esta eléctricamente acoplada a cada una de las celdas de propulsion
120 precargadas en la columna contigua y asi sucesivamente, a lo largo de e incluyendo la linea de datos 208h que
esta eléctricamente acoplada a cada una de las celdas de propulsién 120 precargadas en la columna del extremo
derecho, que incluye celdas de propulsion 120 precargadas en cada uno de los grupos de propulsion 202a-202f.

Las 78 filas de las celdas de propulsion 120 precargadas estan eléctricamente acopladas a las lineas de direccion
206a-206g que reciben unas sefales de direccion —A1, -A2...—A7, respectivamente. Cada celda de propulsiéon 120
precargada en una fila de celdas de propulsién 120 precargadas, referidas aqui como un subgrupo de filas o
subgrupo de celdas de propulsiéon 120 precargadas, esté eléctricamente acoplada a dos de las lineas de direcciones
206a-206g. Todas las celdas de propulsion 120 precargadas en un subgrupo de filas estan eléctricamente acopladas
a las dos mismas lineas de direcciones 206a-206g.

Los subgrupos de los grupos de propulsion 202a-202f son identificados como los subgrupos SG1 a SG1-13 en el
grupo de propulsion uno (FG1) 202a, los subgrupos SG2-1 a SG2-13 en el grupo dos (FG2)202b y asi
sucesivamente, hasta e incluyendo los subgrupos SG6-1 a SG6-13 en el grupo de propulsion seis (FG6)202f. En
otras realizaciones, cada grupo de propulsién 202a-202f puede incluir cualquier nimero apropiado de subgrupos, tal
como 14 o mas subgrupos.

Cada subgrupo de células de propulsion 120 precargadas esta eléctricamente acoplado a las dos lineas de
direcciones 206a-206g. Dichas dos lineas de direcciones 206a-206g que corresponden a un subgrupo estan
eléctricamente acopladas a los transistores de direcciones primero y segundo 138 y 140 en todas las celdas de
propulsién 120 precargadas del subgrupo. Una linea de direcciones 206a-206g esta eléctricamente acoplada a la
puerta de uno de los transistores de direcciones primero y segundo 138 y 140, y la otra linea de direcciones 206a-
2069 esta eléctricamente acoplada a la puerta del otro de dichos transistores de direcciones primero y segundo 138
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y 140. Las lineas de direcciones 206a-206g reciben unas sefales de direcciones —A1, -A2...—A7 y proporcionan las
sefiales de direcciones —A1, -A2...—A7 a los subgrupos de la matriz 200 como sigue:

Sefiales de direccion de subgrupo de filas Subgrupos de filas

-A1, -A2 SG1-1, SG2-1 ... SG6-1
-A1, -A3 SG1-2, SG2-2 ... SG6-2
-A1, -Ad SG1-3, SG2-3 ... SG6-3
-A1, -A5 SG1-4, SG2-4 ... SG6-4
-A1, -A6 SG1-5, 8G2-5 ... SG6-5
-A1, -A7 SG1-6, SG2-6 ... SG6-6
-A2, -A3 SG1-7, SG2-7 ... SG6-7
-A2, -A4 SG1-8, SG2-8 ... SG6-8
-A2, -A5 SG1-9, SG2-9 ... SG6-9
-A2, -A6 SG1-10, SG2-10 ... SG6-10
-A2, -A7 SG1-11, SG2-11 ... SG6-11
-A3, -Ad SG1-12, SG2-12 ... SG6-12
-A3, -A5 SG1-13, SG2-13 ... SG6-13

49. En otras realizaciones, las lineas de direccion 206a-206g estan eléctricamente acopladas a los subgrupos de la
matriz 200 en cualquier acoplamiento apropiado de las lineas de direccion 206a-206g a los subgrupos para
proporcionar cualquier establecimiento de correspondencia apropiado de las sefiales de direccion del subgrupo de
filas con los subgrupos de filas.

Los subgrupos de las celdas de propulsion 120 precargadas son direccionados proporcionando las sefales de
direcciones —A1, -A2...—A7 en las lineas de direcciones 206a-206g. En una realizacion, las lineas de direcciones
206a-206g estan eléctricamente acopladas a uno o mas generadores de direcciones dispuestos en la boquilla 40 de
la cabeza impresora. En otras realizaciones, las lineas de direcciones 206a-206g estan eléctricamente acopladas a
los circuitos de control externo mediante areas terminales de interfaz.

Las lineas 210a-210f de precarga reciben unas sefiales de precarga PRE1, PR2,...PR6 y proporcionan las sefiales
de precarga PRE1, PRE2,...PR6 a los correspondientes grupos de propulsion 202a-202f. La linea de precarga 210a
esta eléctricamente acoplada a todas las celdas de propulsién 120 precargadas en FG1 202a. La linea de precarga
210b esta eléctricamente acoplada a todas las celdas de propulsiéon 120 precargadas en FG2 202b y asi
sucesivamente, hasta e incluyendo la linea de precarga 210f que esta eléctricamente acoplada a todas las celdas de
propulsion 120 precargadas en FG6 202f. Cada una de las lineas de precarga 210a-210f esta eléctricamente
acoplada a la puerta y al camino drenaje-fuente de todos los transistores de precarga 128 en el correspondiente
grupo de propulsidon 202a-202f, y todas las celdas de propulsién 120 precargadas en un grupo de propulsion 202a-
202f estan eléctricamente acopladas solamente a una linea de precarga 210a-210f. De este modo, las capacitancias
126 de los nodos de todas las celdas de propulsion 120 precargadas en un grupo de propulsién 202a-202f son
cargadas proporcionando la correspondiente sefial de precarga PRE1, PREZ2,...PREG6 a la correspondiente linea de
precarga 210a-210f. En una realizacién, cada una de las lineas de precarga 210a-210f esta eléctricamente acoplada
a unos circuitos de control externo a través de una correspondiente area terminal de interfaz.

Las lineas de seleccion 212a-212f reciben las sefiales de seleccién SEL1, SEL2...SEL6 y proporcionan las sefiales
de propulsion SEL1, SEL2...SEL6 a los correspondientes grupos de propulsion 202a-202f. La linea de seleccion
212a esta eléctricamente acoplada a todas las celdas de propulsion 120 precargadas en FG1 202a. La linea de
seleccion 212b esta eléctricamente acoplada a todas las celdas de propulsion 120 precargadas en FG2 202b y asi
sucesivamente, hasta e incluyendo la linea de seleccion 212f que esta eléctricamente acoplada a todas las celdas
de propulsién 120 precargadas en FG6 202f. Cada una de las lineas de seleccion 212a-212f esta eléctricamente
acoplada a la puerta de todos los transistores de selecciéon 130 en el correspondiente grupo de propulsion 202a-
202f, y todas las celdas de propulsion 120 precargadas en un grupo de propulsion 202a-202f estan eléctricamente
acopladas solamente a una linea de seleccion 212a-212f. En una realizacién, cada una de las lineas de seleccion
212a-212f esta eléctricamente acoplada a unos circuitos de control externos a través de una correspondiente area
terminal de interfaz. También, en una realizacion, algunas de las lineas de precarga 212a-212f y algunas de las
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lineas de seleccion 212a-212f estan eléctricamente acopladas conjuntamente para compartir las areas terminales de
interfaz.

Las lineas de propulsion 214a-214f reciben unas sefales de propulsion o sefales de energia FIRE1, FIRE2...FIRE6
y proporcionan las sefales de energia FIRE1, FIRE2...FIRE6 a los correspondientes grupos de propulsién 202a-
202f. La linea de propulsion 214a esta eléctricamente acoplada a todas las celdas de propulsion 120 precargadas en
FG1 202a. La linea de propulsion 214b esta eléctricamente acoplada a todas las celdas de propulsiéon 120
precargadas en FG2 202b y asi sucesivamente, hasta e incluyendo la linea de propulsion 214f que esta
eléctricamente acoplada a todas las celdas de propulsion 120 precargadas en FG2 202b y asi sucesivamente, hasta
e incluyendo la linea de propulsion 214f que esta eléctricamente acoplada a todas las celdas de propulsion 120
precargadas en FG6 202f. Cada una de las lineas de propulsion 214a-214f esta eléctricamente acoplada a todas las
resistencias de propulsion 52 en el correspondiente grupo de propulsidon 202a-202f, y todas las celdas de propulsion
120 precargadas en un grupo de propulsion 202a-202f estan eléctricamente acopladas solamente a una linea de
propulsién 214a-214f. Las lineas de propulsidon 214a-214f estan eléctricamente acopladas a los circuitos externos
mediante unas areas terminales de interfaz apropiadas. Todas las celdas de propulsion 120 precargadas en la
matriz 200 estan eléctricamente acopladas a una linea de referencia 216 que esta ligada a un voltaje de referencia,
tal como a tierra. De este modo, las celdas de propulsion 120 precargadas en un subgrupo de filas de celdas de
propulsion 120 precargadas estan eléctricamente acopladas a las mismas lineas de direccién 206a-206g, a la linea
de precarga 210a-210f, a la linea de seleccion 212a-212f y a la linea de propulsiéon 214a-214f.

En operacion, en una realizacion, los grupos de propulsion 202a-202f se seleccionan para propulsar en sucesion.
FG1 202a se selecciona antes de FG2 202b, el cual se selecciona antes de FG2 202, el cual es seleccionado antes
de FG3 y asi sucesivamente, hasta FG6 202f, Después de FG6 202f, el ciclo del grupo de propulsién comienza de
nuevo con FG1 202a.

Las sefiales de direcciones —A1, -A2...-A7 realizan un ciclo a través de las direcciones del subgrupo de 13 filas antes
de repetir una direccion del subgrupo de filas. Las sefiales de direcciones —A1, -A2...-A7 dispuestas en las lineas de
direcciones 206a-206g se fijan en una direccion del subgrupo de filas durante cada ciclo a través de los grupos de
propulsion 202a-202f. Las sefales de direcciones —A1, -A2,...-A7 seleccionan un subgrupo de filas en cada uno de
los grupos de propulsidon 202a-202f para un ciclo a través de los grupos de propulsion 202a-202f. Para el siguiente
ciclo a través de los grupos de propulsién 202a-202f, las sefiales de direcciones —A1, -A2,...-A7 son cambiadas para
seleccionar otro subgrupo de filas en cada uno de los grupos de propulsion 202a-202f. Esto continla hasta las
sefales de direcciones —A1, -A2,...-A7 que seleccionan el Ultimo subgrupo de filas en los grupos de propulsion 202a-
202f. Después del ultimo subgrupo de filas, las sefiales de direcciones -A1, -A2...-A7 seleccionan el primer subgrupo
de filas para empezar nuevamente el ciclo de direcciones.

En otro aspecto del funcionamiento, uno de los grupos de propulsion 202a-202f es operado proporcionando una
sefal de precarga PRE1, PRE2...PREG en la linea de precarga 210a-210f del Unico grupo de propulsion 202a-202f.
La sefal de precarga PRE1, PRE2,...PREG6 define un intervalo de tiempo de precarga durante el cual la capacitancia
126 del nodo en cada conmutador de accionamiento 172 en el Unico grupo de propulsion 202a-202f se carga a un
nivel de voltaje alto para precargar dicho unico grupo de propulsion 202a-202f.

Las sefales de direccion —A1, -A2,...-A7 son dispuestas en las lineas de direccion 206a-206g para direccionar un
subgrupo de filas en cada uno de los grupos de propulsién 202a-202f, que incluye un subgrupo de filas en el grupo
de propulsion precargado 202a-202f. Las sefiales de datos —D1, -D2,...-D8 estan dispuestas en las lineas de datos
208a-208h para proporcionar datos a todos los grupos de propulsién 202a-202f, que incluyen el subgrupo de filas
direccionado en el grupo de propulsion precargado 202a-202f.

A continuacion, una sefial de seleccion SEL1, SEL2...SEL6 es dispuesta en la linea de seleccion 212a-212f del
grupo de propulsion precargado 202a-202f para seleccionar el grupo de propulsion precargado 202a-202f. La sefal
de seleccion SEL1, SEL2...SEL6 define un intervalo de tiempo de descarga para descargar la capacitancia 126 del
nodo en cada conmutador de accionamiento 172 en una celda de propulsiéon 120 precargada que no esta en el
subgrupo de filas direccionado en el grupo de propulsién 202a-202f seleccionado o direccionado en el grupo de
propulsion seleccionado 202a-202f y que recibe una sefial de datos de nivel alto -D1, -D2...-D8. La capacitancia 126
del nodo no se descarga en las celdas precargadas 120 que son direccionadas en el grupo de propulsion 202a-202f
seleccionado y que reciben una sefial de datos de nivel bajo —D1, -D2...-D8. Un nivel voltaje alto en la capacitancia
126 del nodo activa el conmutador de accionamiento 172 (conductor).

Después de que los conmutadores de accionamiento 172 en el grupo de propulsion 202a-202f seleccionado se han
fijado para conducir o no conducir, se proporciona un impulso de energia o un impulso de voltaje en la linea de
propulsién 214a-214f del grupo de propulsion 202a-202f seleccionado. Las celdas de propulsion 120 precargadas
que tienen conmutadores de accionamiento 172 conductores, conducen la corriente a través de la resistencia de
propulsién 52 para calentar la tinta y expulsarla del correspondiente generador de gotas 60.

Con los grupos de propulsion 202a-202f operados en sucesion, se usa la sefial de seleccién SEL1, SEL2...SEL6 de
un grupo de propulsion 202a-202f como la sefial de precarga PRE1, PRE2...PRE6 del siguiente grupo de propulsion
202a-202f. La sefal de precarga PRE1, PRE2...PRE6 de un grupo de propulsion 202a-202f precede a la sefal de
seleccion SEL1, SEL2...SEL6 y a la sefal de energia FIRE1, FIRE2...FIRE6 del grupo de propulsion 202a-202f.
Después de las senales de precarga PRE1, PRE2,...PRES, las sefales de datos son multiplexadas mas adelante y
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almacenadas en el subgrupo de filas direccionado del grupo de impulsion 202a-202f por la sefal de seleccion SEL1,
SEL2...SEL6. La sefial de seleccion SEL1, SEL2...SEL6 del grupo de impulsiéon 202a-202f seleccionado es también
la sefial de precarga PRE1, PRE2...PREG6 del siguiente grupo de impulsion 202a-202f. Después de que la sefal de
seleccion SEL1, SEL2...SEL6 del grupo de propulsion seleccionado esté completa, se proporciona la sefial de
seleccion SEL1, SEL2..SEL6 del siguiente grupo de propulsion 202a-202f. Las celdas de propulsién 120
precargadas en el subgrupo seleccionado propulsan o calientan la tinta sobre la base de la sefal de datos
almacenados —D1, -D2...D8 cuando la sefial de energia FIRE1, FIREZ2...FIREG, que incluye un impulso de energia,
es proporcionada al grupo de propulsion 202a-202f seleccionado.

La Figura 8 es un diagrama de temporizacion que ilustra la operacion de un ejemplo no reivindicado de una matriz
200 de celdas de propulsion. Los grupos de propulsion 202a-202f son seleccionados en sucesion para excitar las
celdas de propulsiéon 120 precargadas sobre la base de las sefiales de datos —D1, -D2...-D8, indicadas en 300. Las
sefiales de datos —D1, -D2...-D8 en 300 se cambian si es necesario, indicadas en 302, para cada direccion del
subgrupo de filas y combinacién del grupo de propulsion 202a-202f. Las sefiales de direcciones —A1, -A2,...-A7 en
304 se disponen en las lineas de direcciones 206a-206g para direccionar un subgrupo de filas de cada uno de los
grupos de propulsion 202a-202f. Las sefiales de direcciones —A1, -A2,...-A7 en 304 se fijan en una direccion,
indicada en 306, para un ciclo a través de los grupos 202a-202f. Después de realizado el ciclo las sefiales de
direccion —A1, -A2,...-A7 en 304 son cambiadas en 308 para direccionar un subgrupo de filas diferente de cada uno
de los grupos de propulsion 202a-202f. Las sefales de direccion —A1, -A2,...-A7 en 304 se incrementan a través de
los subgrupos de filas para direccionar los subgrupos de filas en un orden secuencial de uno a 13 y de nuevo a uno.
En otras realizaciones, las sefiales de direccion -A2,...-A7 en 304 pueden ser fijadas para direccionar subgrupos de
filas en cualquier orden que se desee.

Durante un ciclo a través de los grupos de propulsion 202a-202f, la linea de seleccion 212f acoplada a FG6 202f y la
linea de precarga 210a acoplada a FG1 202a reciben una sefial SEL6/PRE1 309 que incluye el impulso de
sefalizacion SEL6/PRE1 310. En una realizacién, la linea de seleccién 212f y la linea de precarga 210a estan
eléctricamente acopladas conjuntamente para recibir la misma sefal. En otra realizacion, la linea de seleccion 212f y
la linea de precarga 210a no estan eléctricamente acopladas conjuntamente, pero reciben unas sefiales similares.

El impulso de sefializacion SEL6/PRE1 en 310 en la linea de precarga 210a precarga todas las celdas 120 de
propulsién en FG1 202a. La capacitancia 126 del nodo para cada una de las celdas de propulsién 120 precargadas
en FG1 202a es cargada a un nivel de voltaje alto. La capacitancia 126 del nodo para las celdas de propulsion 120
precargadas en un subgrupo de filas SG1-K, indicado en 311, son precargadas a un nivel de voltaje alto en 312. La
direccion del subgrupo de filas en 306 selecciona el subgrupo SG1-K, y se proporciona una sefal de datos fijada en
314 a los transistores de datos 136 en todas las celdas de propulsién 120 precargadas de todos los grupos de
propulsion 202a-202f, que incluyen el subgrupo SG1-K de filas de direcciones seleccionado.

La linea de seleccion 212a de FG1 202a y la linea de precarga 210b de FG2 202b reciben la sefial SEL1/PRE2 315,
que incluye el impulso de sefalizacion SEL1/PRE2 316. Dicho impulso de sefalizacion SEL1/PRE2 316 en la linea
de seleccion 212a activa el transistor de seleccion 130 en cada una de las celdas de propulsion 120 precargadas en
FG1 202a. La capacitancia 126 del nodo es descargada en todas las celdas de propulsion 120 precargadas en FG1
202a que no estan en el subgrupo de filas de direcciones seleccionado SG1-K. En dicho subgrupo SG1-K de filas de
direcciones seleccionado, los datos en 314 estan almacenados, indicados en 318, en las capacitancias 126 de los
nodos de los conmutadores de accionamiento 172 en el subgrupo SG1-K de filas para activar (conductor) o
desactivar (no conductor) el conmutador de accionamiento.

El impulso de sefializacion SEL1/PRE2 en 316 en la linea de precarga 210b precarga todas las celdas de propulsion
120 en FG2 202b. La capacitancia 126 del nodo de cada una de las celdas de propulsiéon 120 precargadas en FG2
202b es cargada a un nivel de voltaje alto. Las capacitancias 126 de los nodos de las celdas de propulsion 120
precargadas en un subgrupo SG2-K de filas, indicado en 319, son precargadas a un nivel de voltaje alto en 320. La
direccién del subgrupo de filas en 306 selecciona el subgrupo SG2-K, y una sefial de datos fijada en 328 es
proporcionada a los transistores de datos 136 en todas las celdas de propulsidon 120 precargadas de todos los
grupos de propulsion 202a-202f, que incluyen el subgrupo SG2-K de filas de direcciones seleccionado.

La linea de propulsion 214a recibe una sefial de energia FIRE1, indicada en 323, que incluye un impulso de energia
en 322 para excitar las resistencias de propulsién 52 en las celdas de propulsién 120 precargadas que tienen
conmutadores de accionamiento conductores 172 en FG1 202a. El impulso de energia FIRE1 322 aumenta mientras
el impulso de sefalizacion SEL1/PRE2 316 es alto y mientras la capacitancia 126 del nodo en los conmutadores de
accionamiento 172 que no son conductores esta siendo tirada activamente hacia abajo, indicado en la sefial de
energia FIRE1 323 en 324. Conmutando el impulso de energia 322 alto mientras que la capacitancia 126 del nodo
es tirada activamente hacia abajo, se impide que las capacitancias 126 de los nodos sean cargadas
involuntariamente a través del conmutador de accionamiento 172 cuando el impulso de energia 322 aumenta. La
sefial SEL1/PRE2 315 disminuye y el impulso de energia 322 es proporcionado a FG1 202a durante un periodo de
tiempo predeterminado para calentar la tinta y expulsarla a través de las toberas 34 que corresponden a las celdas
de propulsién 120 precargadas conductoras.

La linea de seleccion 212b de 202b para FG2 202b y la linea de precarga 210c para FG3 202c reciben la sefial
SEL2/PRE3 325, que incluye el impulso de sefalizacion SEL2/PRE3 326. Después el impulso de sefalizacion
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SEL1/PRE2 316 disminuye y mientras el impulso de energia 322 es alto, el impulso de sefalizacion SEL2/PRE3 326
en la linea seleccionada 212b activa el transistor de seleccion 130 en cada una de las celdas de propulsion 120
precargadas en FG2 202b. La capacitancia 126 del nodo es descargada en todas las celdas de propulsion 120
precargadas en FG2 202b que no estan en el subgrupo SG2-K de filas de direcciones seleccionado. La seial de
datos fijada 328 del subgrupo SG2-K es almacenada en las celdas de propulsién 120 precargadas del subgrupo
SG2-K, indicado en 330, para activar los conmutadores de accionamiento 172 (conductor) o desactivar (no
conductor). El impulso de sefializacion SEL2/PRE3 en la linea de precarga 210c precarga todas las celdas de
propulsion 120 precargadas en FG3 202c.

La linea de propulsion 214b recibe una sefial de energia FIRE2, indicada en 331, que incluye un impulso de energia
332, para excitar las resistencias de propulsién 52 en las celdas de propulsidon 120 precalentadas de FG2 202b que
tienen conmutadores de accionamiento 172 conductores. Dicho impulso de energia FIRE2 332 aumenta mientras
que el impulso de sefalizacion SEL2/PRE3 326 es alto, indicado en 334. Dicho impulso de sefializacion SEL2/PRE3
326 disminuye y el impulso de energia FIRE2 332 permanece alto para calentar y expulsar tinta del correspondiente
generador de gotas 60.

Después el impulso de sefializacion SEL2/PRE3 326 disminuye y mientras el impulso de energia 332 es alto, se
proporciona una sefial SEL3/PRE4 para seleccionar FG3 202c y precargar FG4 202d. El proceso de precarga,
seleccién y proporciéon de una sefial de energia, que incluye un impulso de energia, continia hasta e incluye FG6
202f.

El impulso de sefial SEL5/PREG6 en la linea de precarga 210f precarga todas las celdas de propulsién 120 en FG6
202f. La capacitancia 126 del nodo de cada una de las celdas de propulsidon 120 precargadas en FG6 202f es
cargado a un alto nivel de voltaje. Las capacitancias 126 de los nodos de las celdas de propulsion 120 precargadas
en un subgrupo de filas SG6-K, indicado en 339, son precargadas hasta un alto nivel de voltaje en 341. La direccion
del subgrupo de filas en 306 selecciona el subgrupo SG6-K, y la sefial de datos fijada 338 es proporcionada a los
transistores de datos 136 en todas las celdas de propulsion 120 precargadas de todos los grupos de propulsién
202a-202f, que incluyen el subgrupo SG6-K de filas de direcciones seleccionadas.

La linea de seleccion 212f de FG6 202f y la linea de precarga 210a de FG1 202a reciben un segundo impulso de
sefializacion SEL6/PRE1 en 336. El segundo impulso de sefalizacion SEL6/PRE1 336 en la linea de seleccion 212f
activa el transistor de seleccion 130 en cada una de las celdas de propulsién 120 precargadas en FG6 202f. La
capacitancia 126 del nodo es descargada en todas las celdas de propulsiéon 120 precargadas en FG6 202f que no
estan en el subgrupo SG6-K de filas de direcciones seleccionadas. En dicho subgrupo SG6-K de filas de direcciones
seleccionadas, los datos 338 son almacenados en 340 en la capacitancia 126 del nodo de cada conmutador de
accionamiento 172 para activar o desactivar dicho conmutador de accionamiento.

La sefial SEL6/PRE1 en la linea de precarga 210a precarga las capacitancias 126 de los nodos en todas las celdas
de propulsion 120 en FG1 202a, que incluyen las celdas de propulsion 120 en el subgrupo de filas SG1-K, indicado
en 342, a un alto nivel de voltaje. Las celdas de propulsiéon 120 en FG1 202a son precargadas mientras que las
sefiales de direcciones -A1, -A2...-A7 304 seleccionan los subgrupos de filas SG1-K, SG2-K y asi sucesivamente,
hasta el subgrupo de filas SG6-K.

La linea de propulsién 214f recibe una sefial de energia FIREG, indicada en 343, que incluye un impulso de energia
en 344 para excitar las resistencias de propulsién 52 en las celdas de propulsién 120 precargadas que tienen unos
conmutadores de accionamiento 172 conductores en FG6 202f. El impulso de energia 344 aumenta mientras el
impulso de sefalizacion SEL6/PRE1 336 es alto y las capacitancias 126 de los nodos en conmutadores de
accionamiento 172 no conductores estan siendo activamente tiradas hacia abajo, indicado en 346. Conmutando el
impulso de energia 344 alto mientras las capacitancias 126 de los nodos son activamente tiradas hacia abajo impide
que las capacitancias 126 de los nodos sean cargadas involuntariamente a través del conmutador de accionamiento
172 cuando el impulso de energia 344 aumenta. El impulso de sefializacion SEL6/PRE1 336 disminuye y el impulso
de energia 344 es mantenido alto durante un periodo de tiempo predeterminado para calentar la tinta y expulsarla a
través de las toberas 34 correspondientes de las celdas de propulsién 120 precargadas conductoras.

Después el impulso de sefializacion SEL6/PRE1 336 disminuye y mientras el impulso de energia 344 es alto, las
sefiales de direcciones -A1, -A2...-A7 304 son cambiadas en 308 para seleccionar otro conjunto de subgrupos SG1-
K+1, SG2-K+1 y asi sucesivamente, hasta SG6-K+1. La linea de seleccion 212a de FG1 202a y la linea de precarga
210b de FG2 202b reciben un impulso de sefalizacion SEL1/PREZ2, indicado en 348. Dicho impulso de sefializacion
SEL1/PRE2 348 en la linea de seleccidon 212a activa el transistor de seleccion 130 en cada una de las celdas de
propulsién 120 precargadas en FG1 202a. La capacitancia 126 del nodo es descargada en todas las celdas de
propulsién 120 precargadas en FG1 202a que no estan en el subgrupo SG1-K+1 seleccionado de direcciones. La
sefal de datos fijada 350 del subgrupo de filas SG-K+1 es almacenada en las celdas de propulsién 120 precargadas
del subgrupo SG-K+1 para activar o desactivar los conmutadores de accionamiento. El impulso de sefializacion
SEL1/PRE2 348 en la linea de precarga 210b precarga todas las celdas de propulsion 120 en FG2 202b.

La linea de propulsién 214a recibe un impulso de energia 352 para excitar las resistencias de propulsion 52 y las
celdas de propulsion 120 precargadas de FG1 202a que tienen conmutadores de accionamiento 172 conductores. El
impulso de energia 352 aumenta mientras el impulso de sefalizacion SEL1/PRE2 en 348 es alto. Dicho impulso de
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sefializacion SEL1/PRE2 disminuye y el impulso de energia 352 permanece alto para calentar y expulsar tinta de los
correspondientes generadores de gotas 60. El proceso contintia hasta que se haya terminado la impresion.

La Figura 9 es un diagrama esquematico que ilustra una realizaciéon de una celda de propulsiéon 150 precargada
configurada para bloquear datos, de acuerdo con el presente invento. En una realizacion, la celda de propulsion 150
precargada forma parte de un grupo de propulsiéon de la corriente que forma parte de una matriz de celdas de
propulsién de la cabeza impresora. La matriz de celdas de propulsién de la cabeza impresora por chorro de tinta
incluye varios grupos de propulsion.

La celda de propulsion 150 precargada es similar a la celda de propulsion 120 precargada de la Figura 6 e incluye
un conmutador de accionamiento 172, una resistencia de propulsion 52 y la celda de memoria de la celda de
propulsiéon 120 precargada. Los elementos de la celda de propulsion 150 precargada que coinciden con los
elementos de la celda de propulsion 120 precargada tienen los mismos numeros que los elementos de la celda de
propulsién 120 precargada y estan eléctricamente acoplados conjuntamente y a las lineas de sefializacién como se
describe en la Figura 6, con la excepcion de que la puerta del transistor de datos 136 esta eléctricamente acoplada a
la linea de datos bloqueados 156 que recibe la sefial de datos bloqueados -LDATAIN en lugar de estar acoplada a la
linea de datos 142 que recibe la sefial de datos —DATA. Ademas, los elementos de la celda de propulsion 150
precargada que coinciden con elementos en la celda de propulsién 120 precargada funcionan y operan como se
describe en la Figura 6.

La celda de propulsion 150 precargada incluye un transistor 152 de bloqueo de datos que incluye un camino
drenaje-fuente eléctricamente acoplado entre la linea 154 de datos y la linea 156 de datos bloqueados. La linea 154
de datos recibe unas sefiales —DATAIN vy el transistor 152 bloquea los datos en la celda de propulsion 150
precargada para proporcionar unas sefiales de datos bloqueados -LDATAIN. Las sefiales de datos —-DATAIN y las
sefales de datos bloqueados -DATAIN son activas cuando son bajas como se indica mediante la tilde (-) al
comienzo del nombre de la sefial. La puerta del transistor 152 de bloqueo de datos esta eléctricamente acoplada a la
linea de precarga 132 que recibe la sefial de precarga del grupo de propulsion de corriente.

En otra realizacion, la puerta del transistor 152 de bloqueo de datos no esta eléctricamente acoplada a la linea de
precarga 132 del grupo de propulsién de la corriente. En cambio, dicha puerta del transistor 152 de bloqueo de datos
esta eléctricamente acoplada a una linea de sefal diferente que proporciona una sefial de impulsos, tal como una
linea de precarga de otro grupo de propulsion.

En una realizacion, el transistor 152 de bloqueo de datos es un transistor con unas dimensiones minimas para
minimizar la reparticion de la carga entre la linea 156 de datos bloqueados y la puerta al nodo fuente del transistor
152 de bloqueo de datos cuando la sefial de precarga pasa de un nivel de voltaje alto a un nivel de voltaje bajo. Esta
reparticion de carga reduce los datos bloqueados del nivel de voltaje alto. También, en una realizacion, el drenaje
del transistor 152 de bloqueo de datos determina la capacitancia vista en la linea de datos 154 cuando la sefial de
precarga esta en un nivel de voltaje bajo y un transistor con unas dimensiones minimas mantiene esta capacitancia
baja.

El transistor 152 de bloqueo de datos pasa datos de la linea de datos 154 a la linea 156 de datos bloqueados y a
una capacitancia 158 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados a través de una sefial de precarga de nivel
alto. Los datos son bloqueados en la linea 154 de datos bloqueados y en la capacitancia 158 del nodo de
almacenamiento de datos bloqueados cuando la sefial de precarga pasa de un nivel alto a un nivel bajo. La
capacitancia 158 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados se muestra en lineas de trazos, ya que forma
parte del transistor de datos 136. Alternativamente, se puede usar un condensador independiente del transistor 136
de datos para almacenar los datos bloqueados.

La capacitancia 158 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados es lo suficientemente grande para
permanecer en un nivel sustancialmente alto cuando la sefial de precarga pasa de un nivel alto a un nivel bajo.
También, dicha capacitancia 158 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados es lo suficientemente grande
para permanecer en un nivel sustancialmente bajo cuando se proporciona un impulso de energia a través de la
sefal de propulsion FIRE, y se proporciona un impulso de voltaje alto en la sefial de seleccion SELECT. Ademas, el
transistor 136 de datos es lo suficientemente pequefio para mantener un nivel bajo en la capacitancia 158 del nodo
de almacenamiento de datos bloqueados cuando la puerta del conmutador de seleccion 172 estd descargada, y lo
suficientemente grande para descargar totalmente la puerta del conmutador de seleccion 172 antes del comienzo de
un impulso de energia en la sefial de propulsion FIRE.

En una realizacion, varias celdas de propulsiéon precargadas usan los mismos datos y comparten el mismo transistor
152 de bloqueo de datos y la sefial de datos bloqueados —LDATAIN en 156. Dicha sefial de datos bloqueados —
LDATAIN en 156 es bloqueada una vez y usada por las muchas celdas de propulsién precargadas. Esto aumenta la
capacitancia en cualquier linea individual 156 de datos bloqueados haciéndola menos susceptible a los problemas
de conmutacién y reduce la capacitancia total accionada por medio de la linea 154 de datos.

En operacion, la sefal de datos —DATAIN es recibida por la linea 154 de datos y pasada a la linea 156 de datos
bloqueados y a la capacitancia 158 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados por medio de un transistor
152 de bloqueo de datos proporcionando un impulso de voltaje de nivel alto en la linea de precarga 132. También, la
capacitancia 126 del nodo de almacenamiento es precargada a través del transistor de precarga 128 por medio del
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impulso de voltaje de nivel alto en la linea de precarga 132. El transistor 152 de bloqueo de datos es desactivado
para proporcionar sefales de datos bloqueados —LDATAIN cuando el impulso de voltaje en la linea de precarga 132
pasa del nivel de voltaje alto a un nivel de voltaje bajo. Se proporcionan los datos que han de ser bloqueados en la
celda de propulsién 150 precargada mientras que la sefial de precarga esta en un nivel de voltaje alto y se
mantienen hasta después de que la sefial de precarga pasa a un nivel de voltaje bajo. Por el contrario, los datos que
han de ser bloqueados en la celda de propulsién 120 precargada de la Figura 6 son proporcionados mientras que la
sefial de seleccidn esta en un nivel de voltaje alto.

En otra realizacion, la puerta del transistor 152 de bloqueo de datos no esta eléctricamente acoplada a la linea de
precarga 132 del grupo de propulsion de la corriente. En lugar de ello, la puerta del transistor 152 de bloqueo de
datos esta eléctricamente acoplada a una linea de precarga del otro grupo de propulsidon. La sefial de datos —
DATAIN es recibida por la linea de datos 154 y pasada a la linea de datos bloqueados 156 y a la capacitancia 158
del nodo de almacenamiento de datos bloqueados por medio del transistor 152 de bloqueo de datos proporcionando
un impulso de voltaje de alto nivel en la linea de precarga del otro grupo de propulsion. El transistor 152 de bloqueo
de datos es desactivado para proporcionar unas sefiales de datos bloqueados —LDATAIN cuando el impulso de
voltaje en la linea de precarga del otro grupo de propulsién pasa de un nivel de voltaje alto a un nivel de voltaje bajo.
La capacitancia 126 del nodo de almacenamiento es precargada a través del transistor 128 de precarga por medio
del impulso de voltaje de nivel alto en la linea de precarga 132. El impulso de voltaje alto en la linea de precarga 132
se produce después del paso del impulso de voltaje en la linea de precarga del otro grupo de propulsion de un nivel
de voltaje alto a un nivel de voltaje bajo.

En una realizacién, la puerta del transistor de bloqueo de datos, tal como el transistor 152 de bloqueo de datos, de
una primera celda de propulsion precargada en el grupo de propulsion actual esta eléctricamente acoplada a una
primera linea de precarga de un primer grupo de propulsiéon que es diferente del grupo de propulsiéon actual.
También, la puerta del transistor de bloqueo de datos, tal como el transistor 152 de bloqueo de datos, de una
segunda celda de propulsion precargada en el grupo de propulsion actual estd eléctricamente acoplada a una
segunda linea de precarga de un segundo grupo de propulsién que es diferente del primer grupo de propulsion y del
primer grupo de propulsion actual. La linea de datos 154 proporciona datos durante los niveles de voltaje alto de las
sefiales de precarga de los grupos de propulsion primero y segundo. Los datos bloqueados en las celdas de
propulsién precargadas primera y segunda se usan por medio de las sefales de precarga y de seleccion del grupo
de propulsién actual. En una realizacién, la linea de datos 154 no esté eléctricamente acoplada a cada grupo de
propulsién en la matriz de la celda de propulsion de la cabeza impresora por chorro de tinta.

En una realizacion de la celda de propulsion 150 de precarga, después de que un impulso de voltaje de nivel alto en
la linea de precarga 132 las sefales de direcciones —~ADDRESS1 y —~ADDRESS?2 son dispuestas en las lineas de
direcciones 144 y 146 para fijar los estados del primer transistor 138 de direcciones y del segundo transistor 140 de
direcciones. Se dispone un impulso de voltaje de nivel alto en la linea de seleccion 134 para activar el transistor 130
de seleccién y la capacitancia 126 del nodo de almacenamiento se descarga si el transistor 136 de datos, el primer
transistor 138 de direcciones y/o el segundo transistor 140 de direcciones estan activados. Alternativamente, la
capacitancia 126 del nodo de almacenamiento permanece cargada si el transistor 136 de datos, el primer transistor
138 de direcciones y el segundo transistor 140 de direcciones estan todos desactivados.

La celda de accionamiento 150 precargada es una celda de accionamiento direccionada si ambas sefiales de
direccion —~ADDRESS1 y —~ADDRESS2 son bajas, y la capacitancia 126 del nodo de almacenamiento se descarga si
la sefial de datos bloqueados —LDATAIN es alta o permanece cargada si dicha sefial de datos bloqueados —
LDATAIN es baja. La celda de propulsién 150 precargada no es una celda de propulsion direccionada si al menos
una de las sefiales de direccion —~ADDRESS1 y —ADDRESS2 es alta, y la capacitancia 126 del nodo de
almacenamiento se descarga independientemente del nivel de voltaje de la sefal de datos bloqueados —LDATAIN.
Los transistores de direccion primero y segundo 136 y 138 comprenden un decodificador de direcciones vy, si la celda
de propulsion 150 precargada esta direccionada, el transistor 136 de datos controla el nivel de voltaje en la
capacitancia 126 del nodo de almacenamiento.

La Figura 10 es un diagrama esquematico que ilustra una realizacion de un circuito 400 de celdas de propulsion de
doble velocidad de datos de acuerdo con el presente invento. Dicho circuito 400 de celdas de propulsion de doble
velocidad de datos bloquea dos bits de datos de cada una de las lineas de datos en cada impulso de voltaje alto en
la sefial de precarga. Por lo tanto, se puede excitar un doble numero de resistencias de propulsidon sin aumentar la
frecuencia de propulsion del numero de areas terminales de entrada de datos. Puede aumentarse el nimero de
generadores de gotas por cada area terminal de entrada de datos, por ejemplo aumentando el numero de
generadores de gotas en una cabeza impresora que usa el mismo numero de areas terminales de entrada de datos
o usando el mismo numero de generadores de gotas en una cabeza impresora y reduciendo el numero de areas
terminales de entrada de datos. Una cabeza impresora con mas generadores de gotas tipicamente imprime con una
mayor calidad y/o velocidad de impresion. También, una cabeza impresora con menos areas terminales de entrada
de datos normalmente cuesta menos que una cabeza impresora con mas areas terminales de entrada de datos.

El circuito 400 de celdas de propulsion de doble velocidad de datos incluye una pluralidad de grupos de propulsion,
tal como el grupo de propulsién 402, y un circuito 404 de bloqueo del reloj. El grupo de propulsiéon 402 incluye una
pluralidad de celdas de propulsién 150 precargadas que estan configuradas para bloquear datos, y una pluralidad de
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subgrupos de filas, tal como el subgrupo de filas 406. Dicho subgrupo de filas 406 incluye las celdas de propulsion
precargadas 150a-150m.

Cada una de las celdas de propulsion 150 precargadas en el grupo de propulsion 402 esta eléctricamente acoplada
a la linea de precarga 408 para recibir la sefial de precarga PRECHARGE, a la linea de seleccion 410 para recibir la
sefial SELECT vy la linea de propulsién 412 para recibir la sefial de propulsién FIRE. Cada una de las celdas 150a-
150m precargadas en el subgrupo de filas 406 esta eléctricamente acoplada a una primera linea de direcciones 414
para recibir la primera sefial de direcciones -ADDRESS1, y a la segunda linea de direcciones 416 para recibir la
segunda sefial de direcciones -ADDRESS2. Las celdas de propulsién 150 precargadas reciben sefiales y operan
como se describe en la Figura 9.

El circuito 404 de bloqueo del reloj incluye unos transistores 418a-418n de bloqueo del reloj. La puerta de cada uno
de dichos transistores 418a-418n de bloqueo del reloj esta eléctricamente acoplada a una linea del reloj 420 para
recibir la sefial del reloj de datos DCLK. El camino drenaje-fuente de cada uno de dichos transistores 418a-418n de
bloqueo del reloj esta eléctricamente acoplado a una de las lineas de datos 422a-422n para recibir una de las
sefiales de datos —D1—-Dn, indicadas en 422. El otro lado del camino drenaje-fuente de cada uno de dichos
transistores 418a-418n de bloqueo del reloj esta eléctricamente acoplado a las celdas de propulsion 150
precargadas en el grupo de propulsiéon 402 y a todos los otros grupos de propulsion en el circuito 400 de celdas de
propulsién de doble velocidad de datos por medio de las correspondientes lineas 424a-424n de datos del reloj.
Teniendo todas las celdas de propulsidon 150 precargadas en un grupo de lineas de datos eléctricamente acopladas
a uno solo de los transistores 418a-418n de bloqueo del reloj se asegura que haya una capacitancia suficiente en las
lineas de datos sincronizados 424a-424n para asegurar que las cargas compartidas por las sefiales de datos
sincronizados -DC1—DCn sea lo suficientemente pequefia para mantener un nivel minimo de voltaje alto en los
datos bloqueados en las celdas de propulsiéon 150 precargadas cuando la sefal de precarga pasa a un nivel de
voltaje bajo y cuando la sefial del reloj de datos DCLK en 420 pasa a un nivel de voltaje bajo.

En otras realizaciones, cada uno de los transistores 418a-418n de bloqueo del reloj y de las correspondientes lineas
424a-424n de datos del reloj puede ser dividida en varios transistores y varias lineas de datos. En una realizacion,
uno de los varios transistores que corresponde a uno de los transistores 418a-418n de bloqueo del reloj, y una de
las varias lineas de datos que corresponde a una de las lineas 424a-424n de datos del reloj estan acoplados a las
toberas del grupo de propulsiéon en un lado de un canal del fluido. También, otro de los varios transistores que
corresponde al mismo de los transistores 418a-418n de bloqueo del reloj, y otra de las varias lineas de datos que
corresponde a la misma o a otra de las lineas 424a-424n de datos del reloj estan acoplados a las toberas del grupo
de propulsion en otro lado del canal del fluido. En una realizacién, cada tobera puede estar acoplada a un transistor
independiente de los varios transistores mediante uno independiente de las varias lineas de datos.

El transistor 418a de datos del reloj incluye un camino drenaje-fuente que esta eléctricamente acoplado en un
extremo a la linea de datos 422a para recibir la sefial de datos —D1. El otro extremo del camino drenaje-fuente del
transistor 418a de bloqueo del reloj esta eléctricamente acoplado en 424a a la celda de propulsion 150 precargada y
a todas las celdas de propulsién 150 precargadas en la misma columna o grupo de lineas de datos que la celda de
propulsién 150a precargada, que incluye las celdas de propulsién 150 precargadas en el grupo de propulsiéon 402 y
en otros grupos de propulsién en el circuito 400 de celdas de propulsion de doble velocidad de datos. EI camino
drenaje-fuente del transistor 418a de bloqueo del reloj esta eléctricamente acoplado a la linea de datos 154 y al
camino drenaje-fuente del transistor 152 de bloqueo de datos en cada una de las celdas de propulsién 150
precargadas en el correspondiente grupo de lineas de datos. El transistor 418a de bloqueo del reloj recibe la sefal
de datos —D1 en 422a y proporciona una sefial de datos sincronizados -DC1 en 424a al grupo de lineas de datos
que incluye la celda de propulsiéon 150a precargada.

La linea de datos 422a esta también eléctricamente acoplada a la celda de propulsion 150b precargada y a todas las
celdas de propulsion 150 precargadas en la misma columna o grupo de lineas de datos que la celda de propulsion
150b precargada, que incluye las celdas de propulsion 150 precargadas en el grupo de propulsiéon 402 y en otros
grupos de propulsion en el circuito 400 de celdas de propulsiéon de doble velocidad de datos. La linea de datos 422a
esta eléctricamente acoplada a la linea de datos 154 y al camino drenaje-fuente del transistor 152 de bloqueo de
datos en cada una de las celdas de propulsion 150 precargadas en el correspondiente grupo de lineas de datos.
Dicho grupo de lineas de datos que incluye la celda de propulsion 150b precargada recibe la sefial de datos —D1 en
422a.

El transistor 418b de bloqueo del reloj incluye un camino drenaje-fuente que esta eléctricamente acoplado en un
extremo a la linea de datos 422b para recibir la sefial de datos —D2. El otro extremo del camino drenaje-fuente del
transistor 418b de bloqueo del reloj esta eléctricamente acoplado en 424b a la celda de propulsién 150c precargada
y a todas las celdas de propulsion 150 precargadas en la misma columna o grupo de lineas de datos que la celda de
propulsién 150c precargada, que incluye las celdas de propulsion 150 precargadas en el grupo de propulsién 402 y
en otros grupos de propulsion en el circuito 400 de celdas de propulsion de doble velocidad de datos. El camino
drenaje-fuente del transistor 418b de bloqueo del reloj esta eléctricamente acoplado a la linea de datos 154, y al
camino drenaje-fuente del transistor 152 de bloqueo de datos en cada una de las celdas de propulsion 150
precargadas en el correspondiente grupo de lineas de datos. Dicho transistor 418b de bloqueo del reloj recibe la
sefial de datos —D2 en 422b y proporciona una sefal de datos sincronizados -DC2 en 424b al grupo de lineas de
datos que incluye la celda de propulsion 150c precargada.
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La linea de datos 422a esta también eléctricamente acoplada a la celda de propulsiéon 150d precargada y a todas las
celdas de propulsion 150 precargadas en la misma columna o grupo de lineas de datos que la celda de propulsion
150d precargada, que incluye las celdas de propulsién 150 precargadas en el grupo de propulsion 402 y en otros
grupos de propulsion en el circuito 400 de celdas de propulsidon de doble velocidad de datos. La linea de datos 422b
esta eléctricamente acoplada a la linea de datos 154 y al camino drenaje-fuente del transistor 152 de bloqueo de
datos en cada una de las celdas de propulsién 150 precargadas en el correspondiente grupo de lineas de datos. El
grupo de lineas de datos que incluye la celda de propulsion 150d precargada recibe la sefial de datos —D2 en 422b.

Los restantes transistores 418 de bloqueo del reloj en el circuito 404 de bloqueo del reloj estan de igual forma
eléctricamente acoplados a las celdas de propulsion precargadas en el circuito 400 de celdas de propulsion de doble
velocidad de datos, hasta y que incluyen el transistor 418n de bloqueo del reloj que incluye un camino drenaje-fuente
eléctricamente acoplado en un extremo a la linea de datos 422n para recibir una sefal de datos —Dn. El otro extremo
del camino drenaje-fuente del transistor 418n de bloqueo del reloj esta eléctricamente acoplado en 424n a la celda
de propulsién 150m-1 precargada y a todas las celdas de propulsién 150 precargadas en la misma columna o grupo
de lineas de datos que la celda de propulsion 150m-1 precargada, que incluye las celdas de propulsién 150
precargadas en el grupo de propulsién 402 y en otros grupos de propulsion en el circuito 400 de celdas de
propulsién de doble velocidad de datos. El camino drenaje—fuente del transistor 418n de bloqueo del reloj esta
eléctricamente acoplado a la linea de datos 154 y al camino drenaje-fuente del transistor 152 de bloqueo de datos
en cada una de las celdas de propulsion 150 precargadas en el correspondiente grupo de lineas de datos. El
transistor 418n de bloqueo del reloj recibe una sefial de datos —Dn en 422 y proporciona una sefial de datos
sincronizados —DCn en 424n al grupo de lineas de datos que incluye la celda de propulsién 150m-1 precargada.

La linea de datos 422 esta también eléctricamente acoplada a la celda de propulsiéon 150m precargada y a todas las
celdas de propulsion 150 precargadas en la misma columna o grupo de lineas de datos que la celda de propulsion
150m precargada, que incluye las celdas de propulsidon 150 precargadas en el grupo de propulsién 402 y en los
otros grupos en el circuito 400 de celdas de propulsion de doble velocidad de datos. La linea de datos 422n esta
eléctricamente acoplada a la linea de datos 154 y al camino drenaje-fuente del transistor 152 de bloqueo de datos
en cada una de las celdas de propulsion 150 precargadas en el correspondiente grupo de lineas de datos. El grupo
de lineas de datos que incluye la celda de propulsion 150m precargada recibe la sefial de datos —Dn en 422n.

Cada una de las lineas de datos 422a-422n carga los nodos de las lineas de datos bloqueados por medio de los
transistores 152 de bloqueo de datos en las celdas de propulsién 150 precargadas que estan en el grupo de
propulsién que esta recibiendo una sefal de precarga de nivel de voltaje alto. También, cada una de las lineas de
datos 422a-422n carga las lineas de datos sincronizados 424a-424n en cada impulso de voltaje alto en la sefal del
reloj de datos CLK y en los nodos de las lineas de datos bloqueados conectados por medio de los transistores 152
de bloqueo de datos en las celdas de propulsién 150 precargadas que estan en el grupo de propulsién que esta
recibiendo una sefial de precarga de nivel de voltaje alto. Los nodos de datos que son cargados por medio de las
lineas de datos 422a-422n tienen en algun modo unas capacitancias mayores que las capacitancias de la puerta de
los circuitos de la celda de propulsion de velocidad de datos que no es doble.

En esta realizacion, sustancialmente la mitad de las celdas de propulsion 150 precargadas estan acopladas para
recibir unas sefiales de datos sincronizados —-DC1—DCn, y sustancialmente la mitad de las celdas de propulsion 150
precargadas estan acopladas para recibir unas sefiales de datos —D1—Dn. También, cada una de las otras celdas
de propulsion 150 precargadas en un subgrupo de filas esta eléctricamente acoplada para recibir sefiales de datos
sincronizados -DC1—DCn y las otras estan acopladas para recibir unas sefiales de datos —D1—Dn. En otras
realizaciones, cualquier porcentaje apropiado de las celdas de acoplamiento 150 precargadas puede ser acoplado
para recibir unas sefiales de datos sincronizados —-DC1—DCn y cualquier porcentaje apropiado puede ser acoplado
para recibir unas sefales de datos —-D1—Dn. En otras realizaciones, las celdas de propulsién 150 precargadas
pueden ser acopladas para recibir unas sefales de datos sincronizados -DC1—DCn y unas sefiales de datos -C1—
Dn en cualquier secuencia o patron apropiados o de ningun modo en secuencia.

Cada una de las sefales de datos —-D1—Dn incluye un primer bit de datos durante la primera mitad del impulso de
voltaje alto en la sefal de precarga PRECHARGE y un segundo bit de datos durante la segunda mitad del impulso
de voltaje alto. También, la sefal del reloj DCLK incluye un impulso de voltaje alto durante la primera mitad del
impulso de voltaje alto en la sefial de precarga PRECHARGE.

En operacion, la sefial de precarga PRECHARGE vy la sefal del reloj DCLK pasan a niveles de voltaje alto y cada
una de las sefiales de datos —D1—Dn incluye un primer bit de datos que es provisto al correspondiente transistor
418a-418n de bloqueo del reloj durante el impulso de voltaje alto en la sefial del reloj DCLK. Los transistores 418a-
418n de bloqueo del reloj pasan los primeros bits de datos al correspondiente grupo de lineas de datos de las celdas
de propulsion 150a, 150c precargadas, y asi sucesivamente hasta 150m-1. Cuando el impulso de voltaje alto en la
sefial del reloj DCLK pasa a un nivel de voltaje bajo los transistores 418a-418n de bloqueo del reloj bloquean los
primeros bits de datos para proporcionar unas sefiales de datos sincronizados —DC1—DCn. Los primeros bits de
datos son también provistos al correspondiente grupo de lineas de datos de las celdas de propulsién 150b, 150d
precargadas, y asi sucesivamente hasta 150m.

A continuacién, cada una de las sefales de datos —-D1—Dn incluye un segundo bit de datos que es proporcionado al
correspondiente transistor 418a-418n de bloqueo del reloj y al correspondiente grupo de lineas de datos de las
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celdas de propulsion 150b, 150d precargadas, y asi sucesivamente hasta 150m, durante la segunda mitad del
impulso de voltaje alto en la sefial de precarga PRECHARGE. Los transistores 418a-418n de bloqueo del reloj son
desactivados por medio de la seial del reloj CLK de nivel de voltaje bajo, la cual impide el paso de los segundos bits
de datos al correspondiente grupo de lineas de datos de las celdas de propulsiéon 150a, 150c, y asi sucesivamente
hasta 150m-1.

Las sefiales de datos sincronizados —DC1—DCn y los segundos bits de datos en las sefiales de datos D1—Dn son
recibidos por todas las celdas de propulsion 150 precargadas en los correspondientes grupos de lineas de datos en
el circuito 400 de celdas de propulsion de doble velocidad de datos. En el grupo de propulsién 402, las sefales de
datos sincronizados —-DC1—DCn y los segundos bits de datos en las sefiales de datos —D1-Dn son recibidos por las
lineas de datos 154 en las celdas de propulsion 150 precargadas y pasados a las lineas 156 de datos bloqueados y
a las capacitancias 158 de los nodos de almacenamiento de datos bloqueados por medio de los transistores 152 de
bloqueo de datos y el impulso de voltaje de nivel alto en la sefial de precarga PRECHARGE. También en el grupo de
propulsién 402, las capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento son precargadas a través de los transistores
de precarga 128 por medio del impulso de voltaje de nivel alto en la sefial de precarga PRECHARGE. A
continuacioén, en el grupo de propulsiéon 402, los transistores 152 de bloqueo de datos son desactivados para
bloquear las sefiales de datos sincronizados -DC1—DCn y los segundos bits de datos en las sefales de datos —
D1—Dn para proporcionar sefiales de datos bloqueados —DATAIN cuando la sefial de precarga PRECHARGE pasa
a un voltaje de nivel bajo.

En una realizacién de las celdas de propulsion 150 precargadas, después de que el impulso de voltaje de nivel alto
en la sefial de precarga PRECHARGE pase a un nivel de voltaje bajo, se proporcionan las sefiales de direcciones —
ADDRESS1 y —~ADDRESS2 para seleccionar el subgrupo de filas 406 y se proporciona un impulso de voltaje de
nivel alto en la sefial de seleccion SELECT para activar los transistores 130 de seleccién. En el subgrupo de filas
406 las capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan si la sefial de datos bloqueados —
LDATAIN es alta o permanecen cargadas si la sefial de datos bloqueados —LDATAIN es baja. En los subgrupos de
filas que no estan direccionados las capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan
independientemente del nivel de voltaje de la sefial de datos bloqueados —LDATAIN. Se proporciona un impulso de
energia en la sefal de propulsion FIRE para excitar las resistencias de propulsiéon 52 acopladas a los conmutadores
de accionamiento 172 en el subgrupo de filas 406.

En una realizacién, la excitacién de las celdas de propulsion 150 precargadas en el circuito 400 de celdas de
propulsién de doble velocidad de datos contintia por medio de la sincronizacion en los primeros bits de datos y de la
precarga de las celdas de propulsion 150 en otro grupo de propulsion. Las sefiales de datos sincronizados y los
segundos bits de datos son bloqueadas en las celdas de propulsion 150 precargadas por medio del flanco
descendente de la sefial de precarga y se proporcionan las sefiales de direcciones para seleccionar un subgrupo de
filas. Se proporcionan un impulso de nivel de voltaje alto en una sefial de seleccion y un impulso de energia en una
sefial de propulsiéon para excitar la conduccion de las celdas de propulsion 150 precargadas en el otro grupo de
propulsion. El proceso continta hasta que se haya realizado la expulsion del fluido.

En otras realizaciones, el circuito de las celdas de propulsién puede incluir cualquier nUmero apropiado de circuitos
de bloqueo del reloj, tal como el circuito 404 de bloqueo del reloj, para bloquear cualquier nimero de bits de datos,
tal como 3 6 4 o mas bits de datos, en cada impulso de voltaje alto en la sefial PRECHARGE. Por ejemplo, el circuito
de celdas de propulsiéon puede incluir un segundo circuito de bloqueo del reloj que sincroniza en un tercer bit de
datos por medio de un segundo reloj de datos y el circuito de celdas de propulsién bloquea los bits de datos primero,
segundo y tercero cuando la sefial PRECHARGE pasa del nivel de voltaje alto al nivel de voltaje bajo, de forma que
el circuito de la celda de propulsion es un circuito de celdas de propulsion de triple velocidad de datos.

La Figura 11 es un diagrama de temporizacion que ilustra la operacion de una realizacion del circuito 400 de celdas
de doble velocidad de datos de la Figura 10. Dicho circuito 400 de celdas de doble velocidad de datos incluye un
primer grupo de propulsion FG1, un segundo grupo de propulsién FG2, un tercer grupo de propulsién FG3 y otros
grupos de propulsion, hasta el grupo de propulsién FGn. Dicho circuito 400 de celdas de doble velocidad de datos
recibe unas sefiales de precarga/seleccion SO, S1, S2 y otras sefiales de precarga/seleccion, hasta Sn. Dichas
sefiales de precarga/seleccion S0-Sn se usan como sefiales de precarga y/o sefiales de seleccion, hasta Sn. Las
sefiales de precarga/seleccion S0-Sn se usan como sefales de precarga y/o sefales de seleccion en el circuito 400
de celdas de doble velocidad de datos.

El primer grupo de propulsion FG1 recibe la sefial SO en 500 como una sefal de precarga y la sefial S1 en 502 como
una sefal de seleccion. El segundo grupo de propulsion FG2 recibe la sefial S1 en 502 como una sefial de precarga
y la sefal S2 en 504 como una sefial de seleccion. El tercer grupo FG3 recibe la sefial S2 en 504 como una sefial de
precarga y la sefial S3 (no mostrada) como una sefial de seleccion y asi sucesivamente, hasta el grupo de
propulsion FGn que recibe la sefial Sn-1 (no mostrada) como una sefial de precarga y la sefial Sn (no mostrada)
como una sefial de seleccion.

El circuito 404 de bloqueo del reloj recibe la sefal del reloj de datos DCLK en 506 y las sefiales de datos -D1-—Dn
en 508 y proporciona las sefales de datos sincronizados -DC1—-DCn en 510. Los grupos de propulsién FG1-FGn
bloquean las sefales de datos -D1—Dn en 508 y las sefiales de datos sincronizados —-DC1—DCn en 510 para
proporcionar unas sefales de datos sincronizados bloqueados y unas sefales de datos bloqueados, que se usan
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para activar los conmutadores de accionamiento 172 para excitar las resistencias de propulsién 52 seleccionadas.
Cada uno de los grupos de propulsion recibe una sefial de propulsiéon que incluye impulsos de energia para excitar
las resistencias de propulsion 52 seleccionadas. En una realizacion, un impulso de energia comienza
sustancialmente hacia la mitad o el extremo del impulso de voltaje alto en la sefial de seleccién del grupo de
propulsién para excitar las resistencias de propulsidon 52 seleccionadas en el grupo de propulsion.

El primer grupo de propulsién FG1 bloquea las sefiales de datos —D1-—Dn en 508 y las sefiales de datos
sincronizados -DC1—-DCn en 510 para proporcionar sefiales de datos sincronizados bloqueados del primer grupo
de propulsion FG1C en 512 y sefales de datos bloqueados del primer grupo de propulsion FG1D en 514. El
segundo grupo de propulsion FG2 bloquea las sefiales de datos —D1—Dn en 508 y las sefiales de datos
sincronizados —-DC1—DCn en 510 para proporcionar sefiales de datos sincronizados bloqueados del segundo
grupo de propulsion FG2C en 516 y sefiales de datos bloqueados del segundo grupo de propulsion FG2D en 518. El
tercer grupo de propulsién FG3 bloquea las sefiales de datos -D1—-Dn en 508 y las sefiales de datos sincronizados
—DC1—-DCn en 510 para proporcionar sefiales de datos sincronizados bloqueados del tercer grupo de propulsion
FG3C en 520 y sefiales de datos bloqueados del tercer grupo de propulsién FG3D en 522. Los otros grupos de
propulsion bloquean también las sefiales de datos —D1—Dn en 508 y las sefiales de datos sincronizados -DC1—-
DCn en 510 para proporcionar sefiales de datos sincronizados bloqueados y sefiales de datos bloqueados de forma
similar a los grupos de propulsién FG1-FG3.

Para comenzar, la sefial SO en 500 proporciona un impulso de voltaje alto en 524 en la sefial de precarga del primer
grupo de propulsion FG1 y la sefial del reloj de datos DCLK en 506 proporciona un impulso de voltaje alto en 526
durante la primera mitad del impulso de voltaje alto en 524. El circuito 404 de bloqueo del reloj recibe el impulso de
voltaje alto en 526 y pasa las sefiales de datos -D1—-Dn en 508 para proporcionar sefiales de datos sincronizados
—-DC1—DCn en 510.

Durante la primera mitad del impulso de voltaje alto en 524, las sefales de datos —D1—Dn en 508 incluyen las
sefiales de datos sincronizados 1C en 528 del primer grupo de propulsion sincronizado que son pasadas a través del
circuito 404 de bloqueo del reloj para proporcionar las sefales de datos sincronizados 1C en 530 del primer grupo de
propulsion en las sefiales de datos sincronizados —-DC1—-DCn en 510. También, las sefiales de datos sincronizados
1C en 530 del primer grupo de propulsion son pasadas a través de los transistores 152 de bloqueo de datos en las
celdas de propulsiéon 150 precargadas del primer grupo de propulsion FG1 para proporcionar las sefales de datos
sincronizados 1C en 532 del primer grupo de propulsion en las sefiales de datos sincronizados del primer grupo de
propulsion FG1 en 512. Las sefiales de datos sincronizados 1C en 530 del primer grupo de bloqueo son bloqueadas
como sefales de datos sincronizados —-DC1—-DCn en 510 cuando el impulso de voltaje alto 526 pasa a un nivel
I6gico bajo. Dichas sefiales de datos sincronizados 1C en 528 del primer grupo de bloqueo deben ser conservadas
hasta después de que el impulso de voltaje alto 526 pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Durante la segunda mitad del impulso de voltaje alto en 524, las sefiales de datos —D1—Dn en 508 incluyen las
sefales de datos 1D en 534 del primer grupo de propulsion. Las sefiales de datos del primer grupo de propulsion 1D
en 534 son pasadas a través de los transistores 152 de bloqueo de datos en las celdas de propulsion 150
precargadas del primer grupo de propulsion FG1 que estan conectados a las lineas de datos 422 para proporcionar
las sefnales de datos 1D en 536 del primer grupo de datos en las sefales de datos bloqueados del primer grupo de
propulsion FG1D en 514. Las sefiales de datos sincronizados 1C en 532 del primer grupo de propulsion y las
sefiales de datos 1D en 536 del primer grupo de datos de propulsién son bloqueadas en las celdas de propulsion
150 precargadas en el primer grupo de propulsién FG1 cuando el impulso de voltaje alto 524 pasa a un nivel l6gico
bajo. Las sefales de datos 1D en 534 del primer grupo de propulsién deben ser conservadas hasta después de que
el impulso de voltaje alto 524 pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Se proporcionan sefiales de direccidn para seleccionar un subgrupo de filas y la sefial S1 en 502 proporciona un
impulso de voltaje alto en 538 en la sefial de seleccion del primer grupo de propulsion FG1 y en la sefial de precarga
del segundo grupo de propulsion FG2. El impulso de voltaje alto en 538 activa los transistores de seleccion 130 en
las celdas de propulsién 150 precargadas del primer grupo de propulsién FG1. En el subgrupo de filas direccionado
las capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan si los datos bloqueados FG1C en 512 y FG1D
en 514 del primer grupo de propulsién son altos, o permanecen cargadas si los datos bloqueados del primer grupo
de propulsion FG1 en 512 y FG1D en 514 son bajos. En los subgrupos de filas que no han sido direccionados las
capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan independientemente del nivel de voltaje de los
datos bloqueados del primer grupo de propulsién FG1C en 512 y FG1D en 514. Se proporciona un primer impulso
de energia en la sefal de propulsién del primer grupo de propulsion para excitar las resistencias de propulsion 52
acopladas para conducir los conmutadores de accionamiento 172 en el subgrupo de filas direccionado.

La seial del reloj de datos DCLK en 506 proporciona un impulso de voltaje alto en 540 durante la primera mitad del
impulso de voltaje alto en 538. El circuito 404 de bloqueo del reloj recibe el impulso de voltaje alto en 540 y pasa las
sefiales de datos —D1—Dn en 508 para proporcionar las sefales de datos sincronizados —-DC1—DCn en 510.

Durante la primera mitad del impulso de voltaje alto en 538, las sefiales de datos -D1—Dn en 508 incluyen las
sefiales de datos sincronizados 2C en 542 del segundo grupo de propulsién que son pasadas a través del circuito
404 de bloqueo del reloj para proporcionar las sefiales de datos sincronizados 2C en 544 del segundo grupo de
propulsién en las sefales de datos sincronizados —-DC1—DCn en 510. También, las sefiales de datos sincronizados
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2C en 544 del segundo grupo de propulsién son pasadas a través de los transistores 152 de bloqueo de datos en las
celdas de propulsion 150 precargadas del segundo grupo de propulsién FG2 para proporcionar las sefiales de datos
sincronizados 2C en 546 del segundo grupo de propulsion en las sefales de datos sincronizados bloqueados del
segundo grupo de propulsion FG2C en 516. Las sefiales de datos sincronizados 2C en 544 del segundo grupo de
propulsién son bloqueadas como sefales de datos sincronizados en 510 cuando el impulso de voltaje alto 540 pasa
a un nivel logico bajo. Las sefiales de datos sincronizados 2C en 542 del segundo grupo de propulsiéon deben ser
conservadas hasta después de que el impulso de voltaje alto 540 pase por debajo de los valores umbral del
transistor.

Durante la segunda mitad del impulso de voltaje alto en 538, las sefiales de datos -D1—Dn en 508 incluyen las
sefiales de datos sincronizados 2D en 548 del segundo grupo de propulsion. Las sefales de datos 2D en 548 del
segundo grupo de propulsién son pasadas a través de los transistores 152 de bloqueo de datos en las celdas de
propulsién 150 precargadas del segundo grupo de propulsion FG2 que estan conectadas a las lineas de datos 422
para proporcionar las sefiales de datos sincronizados 2D en 550 del segundo grupo de propulsidn en las sefales de
datos bloqueados del segundo grupo de propulsion —FG2D en 518. Las sefiales de datos sincronizados 2C en 546
del segundo grupo de propulsién y las sefiales de datos 2D en 550 del segundo grupo de propulsién son bloqueadas
en las celdas de propulsién 150 precargadas en el segundo grupo de propulsion FG2 cuando el impulso de voltaje
alto 538 pasa a un nivel logico bajo. Las sefiales de datos 2D en 548 del segundo grupo de propulsion deben ser
conservadas hasta después de que el impulso de voltaje alto 538 pase por debajo de los valores umbral del
transistor.

Las sefiales de direcciones se proporcionan para seleccionar un subgrupo de filas y la sefial S2 en 504 proporciona
un impulso de voltaje alto en 552 en la sefial de seleccidon del segundo grupo de propulsién FG2 y en la sefial de
precarga del tercer grupo de propulsion FG3. El impulso de voltaje alto en 552 activa los transistores de seleccion
130 en las celdas de propulsién 150 precargadas del segundo grupo de propulsion FG2. En el subgrupo de filas
direccionado, las capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan si los datos bloqueados del
segundo grupo de propulsion FG2C en 516 y FG2D en 518 son altos o permanecen cargadas si los datos
bloqueados del segundo grupo de propulsion FG2C en 516 y FG2D en 518 son bajos. En los subgrupos de filas que
no son direccionados, las capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan independientemente del
nivel de voltaje de los datos bloqueados del segundo grupo de propulsion FG2C en 516 y FG2D en 518. Se
proporciona un impulso de energia en la sefial de propulsion del segundo grupo de propulsiéon para excitar las
resistencias de propulsion 52 acopladas para conducir los conmutadores de accionamiento 172 en el subgrupo de
filas direccionado.

La sefal del reloj de datos DCLK en 506 proporciona un impulso de voltaje alto 554 durante la primera mitad del
impulso de voltaje alto en 552. El circuito 404 de bloqueo del reloj recibe el impulso de voltaje alto 554 y pasa las
sefiales de datos —D1—Dn en 508 para proporcionar las sefales de datos sincronizados —-DC1—DCn en 510.

Durante la primera mitad del impulso de voltaje alto en 552, las sefales de datos —D1—Dn en 508 incluyen las
sefiales de datos sincronizados 3C en 556 del tercer grupo de propulsién que son pasadas a través del circuito 404
de bloqueo del reloj para proporcionar las sefales de datos sincronizados 3C en 558 en las sefiales de datos
sincronizados DC1—-DCn en 510. También, las sefiales de datos sincronizados 3C en 558 del tercer grupo de
propulsién son pasadas a través de los transistores 152 de bloqueo de datos en las celdas de propulsion 150
precargadas del tercer grupo de propulsién FG3 para proporcionar las sefiales de datos sincronizados 3C en 560 del
tercer grupo de propulsion en las sefales de datos sincronizados bloqueados del tercer grupo de propulsion FG3C
en 520. Las sefiales de datos sincronizados 3C en 558 del tercer grupo propulsion son bloqueadas como sefiales de
datos sincronizados -DC1—-DCn en 510 cuando el impulso de voltaje alto 554 pasa a un nivel loégico bajo. Las
sefiales de datos sincronizados 3C en 556 del tercer grupo de propulsidon deben ser conservadas hasta después de
que el impulso de voltaje alto 554 pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Durante la segunda mitad del impulso de voltaje alto en 552, las sefiales de datos -D1—Dn en 508 incluyen las
sefiales de datos 3D en 562 del tercer grupo de propulsién. Las sefiales de datos 3D en 562 del tercer grupo de
propulsién son pasadas a través de los transistores 152 de bloqueo de datos en las celdas de propulsidon 150
precargadas del tercer grupo de propulsién FG3 que estan conectadas a las lineas de datos 422 para proporcionar
las sefiales de datos 3D en 564 del tercer grupo de datos en las sefiales de datos bloqueados FG3D en 522 del
tercer grupo de propulsidon. Las sefiales de datos sincronizados 3C en 560 del tercer grupo de propulsiéon y las
sefiales de datos 3D en 564 del tercer grupo de datos de propulsion son bloqueadas en las celdas de propulsion 150
precargadas en el tercer grupo de propulsién FG3 cuando el impulso de voltaje alto 552 pasa a un nivel légico bajo.
Las sefiales de datos 3D en 562 del tercer grupo de propulsién deben ser conservadas hasta después de que el
impulso de voltaje alto 552 pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Este proceso continda hasta e incluyendo el grupo de propulsion FGn que recibe la sefial Sn-1 como sefial de
precarga y la sefial Sn como sefal de seleccién. El proceso se repite entonces él mismo empezando con el primer
grupo de propulsion FG1 hasta realizar la expulsion del fluido.

La Figura 12 es un diagrama esquematico que ilustra una realizacién de una celda de propulsién 160 precargada
que puede ser usada en circuitos de celdas de propulsién de varias velocidades de datos, de acuerdo con el
presente invento. La celda de propulsién 160 precargada es similar a la celda de propulsién 120 precargada de la
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Figura 6 e incluye el conmutador de accionamiento 172, la resistencia de propulsion 52 y la celda de memoria o
celda de propulsion 120 precargada. Los elementos de la celda de propulsion 160 precargada que coinciden con los
elementos de la celda de propulsion 120 precargada tienen los mismos numeros que los elementos de la celda de
propulsién 120 precargada y estan eléctricamente acoplados conjuntamente y a las lineas de sefial tal como esta
descrito en la Figura 6, con la excepcion de que la puerta del transistor de datos 136 esta eléctricamente acoplado a
la linea de datos bloqueados 166 que recibe la sefial de datos bloqueados —LDATAIN en lugar de estar acoplado a
la linea de datos 142 que recibe la sefial de datos —DATA. Ademas, los elementos de la celda de propulsion 160
precargada que coinciden con los elementos en la celda de propulsién 120 precargada funcionan y operan como se
describe en la Figura 6.

La celda de propulsion 160 precargada incluye un transistor 162 de bloqueo de datos que incluye un camino
drenaje-fuente eléctricamente acoplado entre la linea de datos 164 y la linea de datos bloqueados 166. La linea de
datos 164 recibe las senales de datos —-DATAIN y el transistor 162 de bloqueo de datos bloquea datos en la celda de
propulsién 160 precargada para proporcionar unas sefiales de datos bloqueados —LDATAIN. Las sefiales de datos —
DATAIN vy las sefales de datos bloqueados —LDATAIN estan activas cuando son bajas como estd indicado por la
tilde (-) al comienzo del nombre de la sefial. La puerta del transistor 162 de bloqueo de datos esta eléctricamente
acoplada a la linea de seleccién de datos 170 que recibe una sefial de seleccion de datos DATASEL.

En una realizacion, el transistor 162 de bloqueo de datos es un transistor con unas dimensiones minimas para
minimizar la reparticiéon de la carga entre la linea 166 de datos bloqueados y la puerta al nodo fuente del transistor
162 de bloqueo de datos cuando la sefal de seleccion de datos pasa de un nivel de voltaje alto a un nivel de voltaje
bajo. Esta distribucion de carga reduce los datos bloqueados del nivel de voltaje alto. También, en una realizacion, el
drenaje del transistor 162 de bloqueo de datos determina la capacitancia vista en la linea de datos 164 cuando la
sefial de seleccion de datos esta en un nivel de voltaje bajo y un transistor con unas dimensiones minimas mantiene
esta capacitancia baja.

El transistor 162 de bloqueo de datos pasa datos de la linea de datos 164 a la linea 166 de datos bloqueados y a
una capacitancia 168 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados a través de una sefial de seleccion de datos
de nivel alto. Los datos son bloqueados en la linea 164 de datos bloqueados y en la capacitancia 168 del nodo de
almacenamiento de datos bloqueados cuando la sefial de seleccion de datos pasa de un nivel de voltaje alto a un
nivel de voltaje bajo. La capacitancia 168 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados se muestra en lineas de
trazos, ya que forma parte del transistor de datos 136. Alternativamente, se puede usar un condensador
independiente del transistor 136 de datos para almacenar los datos bloqueados.

La capacitancia 168 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados es lo suficientemente grande para
permanecer en un nivel sustancialmente alto cuando la sefial de seleccion de datos pasa de un nivel alto a un nivel
bajo. También, la capacitancia 168 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados es lo suficientemente grande
para permanecer en un nivel sustancialmente bajo cuando un impulso de energia es proporcionado por medio de la
sefial FIRE y un impulso de voltaje alto es proporcionado en la sefial de seleccion SELECT y un impulso de voltaje
alto es proporcionado en la sefial de precarga PRECHARGE. Ademas, el transistor de datos 136 es lo
suficientemente pequefio para mantener un nivel bajo en la capacitancia 168 del nodo de almacenamiento de datos
bloqueados cuando la puerta del conmutador de accionamiento 172 es descargada y lo suficientemente grande para
descargar totalmente la puerta del conmutador de accionamiento 172 antes del comienzo de un impulso de energia
en la sefal de propulsién FIRE.

En una realizacion de un circuito de celdas de propulsion de doble velocidad de datos que usa las celdas de
propulsién 160 precargadas, cada una de las lineas de seleccion 170 esta eléctricamente acoplada a una linea de
precarga, a un primer reloj o a un segundo reloj. En algunos grupos de propulsion el primer reloj esta eléctricamente
acoplado a las lineas 170 de seleccion de datos en algunas celdas de propulsion 160 precargadas, y la linea de
precarga del grupo de propulsion esta eléctricamente acoplada a las lineas 170 de seleccion de datos en las otras
celdas de propulsion 160 precargadas. En otros grupos de propulsion, el segundo reloj esté eléctricamente acoplado
a las lineas 170 de seleccion de datos en algunas celdas de propulsiéon 160 precargadas, y la linea de precarga del
grupo de propulsion esta eléctricamente acoplada a las lineas 170 de seleccion de datos en las otras celdas de
propulsién 160 precargadas. El primer reloj incluye un impulso de voltaje alto en la primera mitad de cada impulso de
voltaje alto en las sefiales de precarga de los grupos de propulsion acoplados al primer reloj. El segundo reloj incluye
un impulso de voltaje alto en la primera mitad de cada impulso de voltaje alto en las sefales de precarga de los
grupos de propulsion acoplados al segundo reloj. Por lo tanto, en algunos grupos de propulsién el primer reloj y la
sefial de precarga bloquean dos bits de datos durante cada impulso de voltaje alto en la sefial de precarga y en otros
grupos de propulsion el segundo reloj y la sefial de precarga bloquean dos bits de datos durante cada impulso de
voltaje alto en la sefial de precarga. En otras realizaciones de circuitos de celda de propulsion de varias velocidades
de datos que usan las celdas de propulsién 160 de precarga se puede usar cualquier numero apropiado de sefales
del reloj para bloquear varios bits de datos, tal como tres o mas bits de datos, durante el impulso de voltaje alto de
una sefal de precarga.

En un circuito de celdas de propulsion de varias velocidades de datos que usa las celdas de propulsion 160
precargadas, algunas lineas de datos cargan los nodos de lineas de datos bloqueados en un grupo de propulsion a
la vez, en donde cada grupo de propulsién recibe el nivel de voltaje alto en la sefial de precarga del grupo de
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propulsion. Otras lineas de datos cargan los nodos de lineas de datos bloqueados en varios grupos de propulsion,
en los que muchos grupos de propulsion reciben el impulso de voltaje alto en una sefial del reloj.

En la operacion de la celda de propulsién 160 precargada, la sefial de datos —DATAIN es recibida por la linea de
datos 164 y pasada a la linea de datos bloqueados 166 y a la capacitancia 168 del nodo de almacenamiento de
datos bloqueados por medio del transistor 162 de datos bloqueados proporcionando un impulso de voltaje alto en la
linea de selecciéon de datos 170. La capacitancia 126 del nodo de almacenamiento es precargada a través del
transistor 128 de precarga por medio de un impulso de voltaje alto en la linea de precarga 132. El transistor 162 de
bloqueo de datos es desactivado para proporcionar unas sefiales de datos bloqueados —LDATAIN cuando el impulso
de voltaje en la linea de seleccién de datos 170 pasa del nivel de voltaje alto al nivel de voltaje bajo. Se proporcionan
los datos que hay que bloquear en la celda de propulsién 160 precargada mientras que la sefial de seleccion de
datos esta en un nivel de voltaje alto y se mantienen hasta después de que la sefial de seleccion de datos pase a un
nivel de voltaje bajo. El impulso de voltaje alto en la sefal de seleccién de datos se produce durante el impulso de
voltaje alto en la sefial de precarga o bien es el impulso de voltaje alto en la sefial de precarga. Por el contrario, se
proporcionan los datos que hay que bloquear en la celda de propulsiéon 120 precargada de la Figura 6 mientras que
la sefial de seleccién esta en un nivel de voltaje alto.

En una realizacion de la celda de propulsiéon 160 de precarga, después del impulso de nivel de voltaje alto en la linea
170 de seleccion de datos, las sefiales de direccion —~ADDRESS1 y —~ADDRESS2 son proporcionadas en las lineas
de direcciones 144 y 146 para fijar los estados del primer transistor 138 de direcciones y del segundo transistor 140
de direcciones. Se proporciona un impulso de voltaje de nivel alto en la linea de seleccion 134 para activar el
transistor 130 de seleccidn y la capacitancia 126 del nodo de almacenamiento se descarga si el transistor 136 de
datos, el primer transistor 138 de direcciones y/o el segundo transistor 140 de direcciones estan activados.
Alternativamente, la capacitancia 126 del nodo de almacenamiento permanece cargada si el transistor 136 de datos,
el primer transistor 138 de direcciones y el segundo transistor de direcciones 140 estan todos desactivados.

La celda de propulsidon 160 precargada es una celda de propulsion direccionada si ambas sefales de direccion —
ADDRESS1 y —~ADDRESS2 son bajas, y la capacitancia 126 del nodo de almacenamiento se descarga si la sefial de
datos bloqueados —LDATAIN es alta o permanece cargada si la sefial de datos bloqueados —LDATAIN es baja. La
celda de propulsién 160 precargada no es una celda de propulsion direccionada si al menos una de las sefales de
direccion —~ADDRESS1 y —~ADDRESS?2 es alta, y la capacitancia 126 del nodo de almacenamiento se descarga
independientemente del nivel de voltaje de la sefial de datos bloqueados —LDATAIN. Los transistores de direccion
primero y segundo 136 y 138 comprenden un decodificador de direcciones y, si la celda de propulsion 160
precargada es direccionada, el transistor de datos 136 controla el nivel de voltaje en la capacitancia 126 del nodo de
almacenamiento.

La Figura 13 es un diagrama de temporizacion que ilustra la operacion de una realizacion de un circuito de celdas de
propulsiéon de doble velocidad de datos que usa unas celdas de propulsién 160 precargadas. Cada una de las lineas
de seleccién de datos 170 esta eléctricamente acoplada a una linea de precarga, a un primer reloj de datos o a un
segundo reloj de datos. El circuito de celdas de propulsiéon de doble velocidad de datos incluye un primer grupo de
propulsién FG1, un segundo grupo de propulsion FG2, un tercer grupo de propulsion FG3 y otros grupos de
propulsién, hasta el grupo de propulsiéon FGn. El circuito de celdas de propulsién de doble velocidad de datos recibe
unas sefiales de precarga/seleccion SO, S1, S2 y otras sefiales de precarga/seleccién hasta Sn. Las sefiales de
precarga/seleccion S0-Sn se usan como sefales de precarga y/o sefiales de seleccion en el circuito de celdas de
doble velocidad de datos.

El primer grupo de propulsion FG1 recibe la sefial SO en 600 como una sefial de precarga y la sefial S1 en 602 como
una sefal de seleccién. El segundo grupo de propulsion FG2 recibe la sefial S1 en 602 como una sefial de precarga
y la sefial S2 en 604 como una sefal de seleccion. El tercer grupo de propulsion FG3 recibe la sefal S2 en 604
como una sefial de precarga y la sefial S3 (no mostrada) como una sefal de seleccidn y asi sucesivamente, hasta el
grupo de propulsion FGn que recibe la sefial Sn-1 (no mostrada) como una sefial de precarga y la sefial Sn (no
mostrada) como una sefial de seleccion.

El circuito de celdas de propulsiéon de doble velocidad de datos recibe una sefal del primer reloj de datos DCLK1 en
606 por medio del primer reloj de datos y una sefial del segundo reloj de datos DCLK2 en 608 por medio del
segundo reloj de datos. El primer reloj de datos esta eléctricamente acoplado a las lineas de seleccion de datos 170
de sustancialmente la mitad de las celdas de propulsién 160 precargadas en grupos de propulsion numerados
impares, tal como el primer grupo de propulsion FG1 y el tercer grupo de propulsion FG3. La linea de precarga de
cada uno de los grupos esta eléctricamente acoplada a las lineas de seleccion de datos 170 de sustancialmente la
otra mitad de las celdas de propulsiéon 160 precargadas en los grupos numerados impares. El segundo reloj de datos
esta eléctricamente acoplado a las lineas de seleccion de datos 170 de sustancialmente la mitad de las celdas de
propulsién 160 precargadas en grupos de propulsion numerados pares, tal como el segundo grupo de propulsion
FG2 y el cuarto grupo de propulsion FG4, y la linea de precarga de cada grupo de propulsién esta eléctricamente
acoplada a las lineas de seleccion de datos 170 de sustancialmente la otra mitad de las celdas de propulsion 160
precargadas en los grupos de propulsidon numerados pares.

La sednal del primer reloj de datos DCLK1 en 606 incluye un impulso de voltaje alto en la primera mitad de cada
impulso de voltaje alto en las sefiales de precarga de los grupos de propulsiéon acoplados al primer reloj de datos y la
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sefial del segundo reloj de datos DCLK2 en 608 incluye un impulso de voltaje alto en la primera mitad de cada
impulso de voltaje alto en las sefiales de precarga de los grupos de propulsién acoplados al segundo reloj de datos.
Las lineas de datos proporcionan unas sefales de datos -D1—Dn en 610, en donde cada una de las lineas de datos
proporciona una de las sefiales de datos -D1—Dn en 610 y un primer bit de datos durante la primera mitad del
impulso de voltaje alto en la sefial de precarga y un segundo bit de datos durante la segunda mitad del impulso de
voltaje alto en la sefial de precarga. Cada linea de datos esta eléctricamente acoplada a las celdas de propulsién
160 precargadas en todos los grupos de propulsion. También, cada linea de datos est4 eléctricamente acoplada a
las celdas de propulsién 160 precargadas en un grupo de propulsién que tiene las lineas de selecciéon de datos 170
acopladas al primer o segundo reloj de datos y a las celdas de propulsion 160 precargadas en el grupo de propulsion
que tiene lineas de seleccion de datos 170 acopladas a la linea de precarga del grupo de propulsién.

En los grupos de propulsién numerados impares la sefal del primer reloj de datos DCLK1 en 606 y una sefial de
precarga bloquean en dos bits de datos durante cada impulso de voltaje alto en la sefal de precarga. En los grupos
de propulsion numerados pares la sefal del segundo reloj de datos DCLK2 en 608 y una sefial de precarga
bloquean dos bits de datos durante cada impulso de voltaje alto en la sefial de precarga. En otras realizaciones de
circuitos de celdas de propulsion de varias velocidades de datos, que usan las celdas de propulsiéon 160 de
precarga, se puede usar cualquier numero apropiado de sefales del reloj de datos para bloquear muchos bits de
datos, tal como tres o mas bits de datos, durante el impulso de voltaje alto de una sefial de precarga.

Los grupos de propulsién FG1-FGn bloguean en las sefiales de datos -D1—Dn en 610 para proporcionar sefiales de
datos sincronizados bloqueados y sefales de datos de precarga bloqueados, que se usan para activar los
conmutadores de accionamiento 172 para excitar las resistencias de propulsion 52 seleccionadas. Cada uno de los
grupos de propulsidon recibe una sefal de propulsidon que incluye unos impulsos de energia para excitar las
resistencias de propulsion 52 seleccionadas. En una realizacién, un impulso de energia comienza sustancialmente
hacia la mitad o el extremo de impulso de voltaje alto en la sefial de seleccién del grupo de propulsion para excitar
las resistencias de propulsion 52 seleccionadas en el grupo de propulsion.

El primer grupo de propulsion FG1 bloquea las sefales de datos -D1—Dn en 610 para proporcionar sefiales de
datos sincronizados bloqueados del primer grupo de propulsién FG1C en 612 y de las sefiales de datos de precarga
bloqueados del primer grupo de propulsién FG1P en 614. El segundo grupo de propulsion FG2 bloquea las sefales
de datos —D1—Dn en 610 para proporcionar sefiales de datos sincronizados bloqueados del segundo grupo de
propulsién FG2C en 616 y sefiales de datos de precarga bloqueados del segundo grupo de propulsion FG2P en 618.
El tercer de propulsion FG3 bloquea las sefiales de datos -D1—Dn en 610 para proporcionar sefiales de datos
sincronizados bloqueados del tercer grupo de propulsion FG3C en 620 y sefiales de datos de precarga bloqueados
del tercer grupo de propulsion FG3P en 622. Los otros grupos de propulsion también bloquean las sefiales de datos
—D1—Dn en 610 para proporcionar sefiales de datos sincronizados bloqueados del tercer grupo de propulsion FG3C
en 620 y sefiales de datos de precarga bloqueados del tercer grupo de propulsion FG3P en 622. Los otros grupos de
propulsién también bloquean las sefiales de datos —-D1—Dn en 610 para proporcionar sefales de datos
sincronizados bloqueados y sefales de datos de precarga bloqueados de forma similar a los grupos de propulsion
FG1-FG3.

Para comenzar, la sefial SO en 600 proporciona un impulso de voltaje alto en 624 en la sefial de precarga del primer
grupo de propulsién FG1. Durante la primera mitad del impulso de voltaje alto en 624 la sefial del primer reloj de
datos DCLK1 en 606 proporciona un impulso de voltaje alto en 626. Las sefales de datos -D1—Dn en 610 incluyen
las sefiales de datos sincronizados 1C en 628 del primer grupo de propulsién, que son pasadas a través de los
transistores 162 de bloqueo de datos acoplados al primer reloj de datos en el primer grupo de propulsion FG1 para
proporcionar las sefales de datos sincronizados 1C en 630 del primer grupo de propulsion en las sefiales de datos
sincronizados bloqueados del primer grupo de propulsion FG1 en 612. Las sefiales de datos sincronizados 1C en
630 del primer grupo de propulsién son bloqueadas cuando el impulso de voltaje alto 626 pasa a un nivel l6gico bajo.
Las sefiales de datos sincronizados 1C en 628 del primer grupo de propulsién deben ser conservadas hasta
después de que el impulso de voltaje alto 626 pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Durante la segunda mitad del impulso de voltaje alto en 624, las sefiales de datos —-D1—Dn en 610 incluyen las
sefiales de datos de precarga 1P en 632 del primer grupo de propulsion. Dichas sefiales de datos del primer grupo
de propulsion 1P en 632 son pasadas a través de los transistores 162 de bloqueo de datos que estan acoplados a la
linea de precarga del primer grupo de propulsion FG1 para proporcionar las sefiales de datos de precarga 1P en 634
del primer grupo de propulsion en las sefales de datos de precarga bloqueados del primer grupo de propulsion FG1
en 614. Las sefales de datos de precarga 1P en 364 del primer grupo de propulsién son bloqueadas en las celdas
de propulsion precargadas 160 en el primer grupo de propulsién FG1 cuando el impulso de voltaje alto 624 pasa a
un nivel l6gico bajo. Las sefales de datos de precarga 1P en 632 del primer grupo de propulsién deben ser
conservadas hasta después de que el impulso de voltaje alto pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Las sefiales de direccion son proporcionadas para seleccionar un subgrupo de filas, y la sefial S1 en 602
proporciona un impulso de voltaje alto en 636 en la sefial de seleccion del primer grupo de propulsion FG1 y en la
sefial de precarga del segundo grupo de propulsion FG2. El impulso de voltaje alto en 636 activa los transistores 130
de seleccion en las celdas de propulsion 160 precargadas del primer grupo de propulsion FG1. En el subgrupo de
filas direccionado, las capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan si los datos bloqueados del
primer grupo de propulsién FG1C en 612 y FG1P en 614 son altos o permanecen cargadas si los datos bloqueados
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FG1C en 612 y FG1P en 614 del primer grupo de datos son bajos. En los subgrupos de filas que no son
direccionados, las capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan independientemente del nivel
de voltaje de los datos bloqueados del primer grupo de propulsion FG1C en 612 y FG1P en 614. Se proporciona un
impulso de energia en la sefial de propulsién del primer grupo de propulsién para excitar las resistencias de
propulsién 52 acopladas para conducir los conmutadores de accionamiento 172 en el grupo de filas direccionado.

Durante la primera mitad del impulso de voltaje alto en 636, la sefial del segundo reloj de datos DCLK2 en 608
proporciona un impulso de voltaje alto en 638. Las sefiales de datos -D1—Dn en 610 incluyen las sefales de datos
sincronizados 2C en 640 del segundo grupo de propulsién, que son pasadas a través de los transistores de bloqueo
162 acoplados al segundo reloj de datos en el segundo grupo de bloqueo FG2 para proporcionar las sefiales de
datos sincronizados 2C en 642 del segundo grupo de propulsion en las sefales de datos sincronizadas bloqueados
del segundo grupo de propulsién FG2C en 616. Dichas sefales de datos sincronizados 2C en 642 del segundo
grupo de propulsiéon son bloqueadas cuando el impulso de voltaje alto 638 pasa a un nivel légico bajo. Las sefales
de datos bloqueados del segundo grupo de propulsién deben ser conservadas hasta después de que el impulso de
voltaje alto 638 pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Durante la segunda mitad del impulso de voltaje alto en 636, las sefiales de datos —-D1—Dn en 610 incluyen las
sefiales de datos de precarga 2P en 644 del segundo grupo de propulsion. Las sefales de datos 2P en 644 del
segundo grupo de propulsion son pasadas a través de los transistores 162 de bloqueo de datos que estan acoplados
a la linea de precarga del segundo grupo de propulsion FG2 para proporcionar las sefales de datos de precarga 2P
en 646 del segundo grupo de propulsiéon en las sefales de datos de precarga del segundo grupo de propulsion
FG2P en 618. Las sefales de datos de precarga 2P en 646 del segundo grupo de propulsidon son bloqueadas en las
celdas de propulsion 160 precargadas en el segundo grupo de propulsion FG2 cuando el impulso de voltaje alto 636
pasa a un nivel légico bajo. Las sefiales de datos de precarga 2P en 644 del segundo grupo de propulsién deben ser
conservadas hasta después de que el impulso de voltaje alto 636 pase por debajo de los valores umbral del
transistor.

Se proporcionan sefiales de direccién para seleccionar un subgrupo de filas y la sefial S2 en 604 proporciona un
impulso de voltaje alto en 648 en la sefal de seleccidon del segundo grupo de propulsion FG2 y en la sefial de
precarga del tercer grupo de propulsion FG3. El impulso de voltaje alto en 648 activa los transistores de seleccion
130 en las celdas de propulsion 160 precargadas del segundo grupo de propulsion FG2. En el subgrupo de filas
direccionado las capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan si los datos bloqueados FG1C en
512 y FG2C en 616 y FG2P en 618 son altos o permanecen cargadas si los datos bloqueados del segundo grupo de
propulsion FG2C en 616 y FG2P en 618 son bajos. En los subgrupos de filas que no han sido direccionados las
capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan independientemente del nivel de voltaje de los
datos bloqueados del segundo grupo de propulsion FG2C en 616 y FG2P en 618. Se proporciona un impulso de
energia en la sefal de propulsién del segundo grupo de propulsion para excitar las resistencias de propulsién 52
acopladas a los conmutadores de accionamiento 172 para conducir los conmutadores de accionamiento 172 en el
subgrupo de filas direccionado.

Durante la primera mitad del impulso de voltaje alto en 648, la sefial del primer reloj de datos DCLK1 en 606
proporciona un impulso de voltaje alto en 650. Las sefiales de datos —-D1—Dn en 610 incluyen las sefiales de datos
sincronizados 3C en 652 del primer grupo de propulsién que son pasadas a través de los transistores 162 de
bloqueo de datos acoplados al primer reloj de datos en el tercer grupo de propulsiéon FG3 para proporcionar el tercer
grupo de sefiales 3C en 654 de datos sincronizados del tercer grupo de propulsion en las sefiales de datos
sincronizados bloqueados FG3C en 620 del tercer grupo de propulsién. Las sefiales de datos sincronizados 3C en
654 son bloqueadas cuando el impulso de voltaje alto 650 pasa a un nivel l6gico bajo. Dichas sefiales de datos
sincronizados 3C en 652 del tercer grupo de bloqueo deben ser conservadas hasta después de que el impulso de
voltaje alto 650 pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Durante la segunda mitad del impulso de voltaje alto en 648, las sefiales de datos -D1—Dn en 610 incluyen las
sefiales de datos del tercer grupo de precarga 3P en 656. Las sefiales de datos de precarga del tercer grupo de
propulsién 3P en 656 son pasadas a través de los transistores 162 de bloqueo de datos que estan acoplados a la
linea de precarga del tercer grupo de propulsién FG3 para proporcionar las sefiales de datos 3P en 658 del tercer
grupo de datos en las sefales de datos de precarga bloqueados del tercer grupo de propulsion FG3P en 622. Las
sefiales de datos sincronizados 3P en 658 son bloqueadas en las celdas de propulsién 160 precargadas en el tercer
grupo de propulsion FG3 cuando el impulso de voltaje alto 648 pasa a un nivel l6gico bajo. Las sefiales de datos de
precarga 3P en 656 del tercer grupo de precarga deben ser conservadas hasta después de que el impulso de voltaje
alto 648 pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Este proceso continta hasta e incluyendo el grupo de propulsion FGn que recibe la sefial Sn-1 como una sefial de
precarga y una sefial de Sn como una sefial de seleccién. El proceso entonces se repite comenzando él mismo con
el primer grupo de propulsion FG1 hasta que se haya realizado la expulsion del fluido.

La Figura 14 es un diagrama esquematico que ilustra una realizacién de una celda de propulsién 180 precargada del
transistor de dos pasos de acuerdo con el presente invento. Dicha celda de propulsion 180 precargada puede ser
usada con la celda de propulsion 160 precargada de la Figura 12 en circuitos de celda de propulsiéon de varias
velocidades de datos. En una realizacién de un circuito de celda de propulsiéon de varias velocidades de datos que
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usa solamente las celdas de propulsion 160 precargadas de la Figura 12, algunas lineas de datos cargan los nodos
de datos bloqueados acoplados a los transistores 162 de bloqueo de datos que reciben un impulso de voltaje alto en
una sefal del reloj de datos, que incluye nodos de datos en todos los grupos de propulsiéon que reciben la sefial del
reloj de datos. En estos circuitos de celdas de varias velocidades de datos la celda de propulsién 180 precargada del
transistor de dos pasos puede ser usada en lugar de las celdas de propulsiéon 160 precargadas que reciben sefiales
del reloj de datos. Las celdas de propulsion 180 precargada del transistor de dos pasos reducen la capacitancia de
la linea, de modo que las lineas de datos cargan los nodos de lineas de datos bloqueados en solamente el unico
grupo de propulsion que esta recibiendo un impulso de voltaje alto en la sefial de precarga del grupo de propulsion.

La celda de propulsion 180 precargada es similar a la celda de propulsién 120 precargada de la Figura 6 e incluye el
conmutador de accionamiento 172, la resistencia de propulsion 52 y la celda de memoria de la celda de propulsion
120 precargada. Los elementos de la celda de propulsion 180 precargada que coinciden con los elementos de la
celda de propulsién 120 precargada tienen los mismos numeros que los elementos de la celda de propulsion 120
precargada y estan eléctricamente acoplados conjuntamente y a las lineas de sefializacion como se describe en la
Figura 6, con la excepcion de que la puerta del transistor de datos 136 esta eléctricamente acoplada a la linea de
datos bloqueados 182 que recibe la sefal de datos bloqueados -LDATAIN en lugar de estar acoplada a la linea de
datos 142 que recibe la sefial de datos -DATA. Ademas, los elementos de la celda de propulsion 180 precargada
que coinciden con elementos en la celda de propulsidon 120 precargada funcionan y operan como se describe en la
Figura 6.

La celda de propulsion 180 precargada incluye un transistor 184 de bloqueo de datos sincronizados y un transistor
de paso 186 de precarga. El transistor 184 de bloqueo de datos sincronizados incluye un camino drenaje-fuente
acoplado entre dicho camino drenaje-fuente del transistor de paso 186 de precarga y la linea de datos bloqueados
182. El camino drenaje-fuente del transistor de paso 186 de precarga esta eléctricamente acoplado entre el camino
drenaje-fuente del transistor 184 de bloqueo de datos y la linea de datos 188. La puerta del transistor 184 de
bloqueo de datos esta eléctricamente acoplada a la linea del reloj de datos 190 que recibe una sefial del reloj de
datos DCLK, y la puerta del transistor 186 de precarga esta eléctricamente acoplada a la linea de precarga 132 que
recibe la sefial de precarga PRECHARGE. La sefial del reloj de datos DCLK en 190 incluye un impulso de voltaje
alto durante el impulso de voltaje alto en la sefial de precarga PRECHARGE. La linea de datos 188 recibe las
sefiales de datos —DATAIN, y el transistor 184 de bloqueo de datos bloquea los datos en la celda de propulsién 180
precargada para proporcionar unas sefiales de datos bloqueados -LDATAIN. Las sefales de datos —-DATAIN y las
sefales de datos bloqueados —LDATAIN son activas cuando son bajas tal como esta indicado por la tilde (-) al
comienzo del nombre de la sefal.

La linea de datos 188 recibe las sefiales de datos —DATAIN y el transistor de paso 186 de precarga pasa datos de la
linea 188 de datos al transistor 184 de bloqueo sincronizado por medio de un impulso de voltaje alto en la sefial de
precarga. Dicho transistor 184 de bloqueo sincronizado pasa los datos a una linea 182 de datos bloqueados y a la
capacitancia 192 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados por medio de un impulso de voltaje alto en la
sefial del reloj de datos. El impulso de voltaje alto en la sefial del reloj de datos se produce durante el impulso de
voltaje alto en la sefial de precarga.

Los datos son bloqueados en la linea 182 de datos bloqueados y en la capacitancia 192 del nodo de
almacenamiento de datos bloqueados cuando la sefal del reloj de datos pasa de un nivel de voltaje alto a uno de
voltaje bajo. La capacitancia 192 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados se muestra en lineas de trazos,
ya que forma parte del transistor de datos 136. Alternativamente, se puede usar para almacenar datos bloqueados
un condensador independiente del transistor 136 de datos.

La capacitancia 192 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados es lo suficientemente grande para
permanecer en un nivel sustancialmente alto cuando la sefal del reloj de datos pasa de un nivel alto a un nivel bajo.
También, dicha capacitancia 192 del nodo de almacenamiento de datos bloqueados es lo suficientemente grande
para permanecer en un sustancialmente bajo nivel cuando se proporciona un impulso de energia por medio de la
sefial de propulsion FIRE y se proporciona un impulso de voltaje alto en la sefial de seleccion SELECT y se
proporciona un impulso de voltaje alto en la sefial de precarga PRECHARGE. Ademas, el transistor 136 de datos es
lo suficientemente pequefio para mantener un nivel bajo en la capacitancia 192 del nodo de almacenamiento de
datos bloqueados cuando la puerta del conmutador de accionamiento 172 es descargada, y lo suficientemente
grande para descargar totalmente la puerta de dicho conmutador de accionamiento 172 antes del comienzo de un
impulso de energia en la sefial de propulsiéon FIRE.

En una realizacion de un circuito de celda de propulsién de doble velocidad de datos que usa las celdas de
propulsién 160 precargadas y las celdas de propulsion 180 precargadas del transistor de dos pasos, cada grupo de
propulsién incluye sustancialmente la mitad de las celdas de propulsién 160 precargadas y sustancialmente la mitad
de las celdas de propulsién 180 precargadas del transistor de dos pasos. Las lineas 170 de selecciéon de datos de
todas las celdas de propulsion 160 precargadas en un grupo de propulsion estan eléctricamente acopladas a la linea
de precarga de ese grupo de propulsion. También, los transistores de paso 186 de precarga de todas las celdas de
propulsién 180 de precarga en un grupo de propulsion estan eléctricamente acoplados a la linea de precarga de ese
grupo de propulsion. Un primer reloj esta eléctricamente acoplado a todas las lineas 190 del reloj de datos en las
celdas de propulsion 180 precargadas, y un segundo reloj esta eléctricamente acoplado a todas las lineas del reloj
de datos 190 en las celdas de propulsién 180 precargadas en otros grupos de propulsion. El primer reloj incluye un
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impulso de voltaje alto en la primera mitad de cada impulso de voltaje alto en las sefales de precarga de los grupos
de propulsién acoplados al primer reloj. El segundo reloj incluye un impulso de voltaje alto en la primera mitad de
cada impulso de voltaje alto en las sefiales de precarga de los grupos de propulsién acoplados al segundo reloj. Por
lo tanto, en algunos grupos de propulsion el primer reloj y la sefial de precarga bloquean dos bits de datos durante
cada impulso de voltaje alto en la sefial de precarga y en otros grupos de propulsion el segundo reloj y la sefial de
precarga bloquean dos bits de datos durante cada impulso de voltaje alto en la sefial de precarga. En este circuito
de celdas de propulsién de varias velocidades de datos que usan las celdas de propulsion 160 precargadas y las
celdas de propulsion 160 precargadas del transistor de dos pasos, las lineas de datos cargan los nodos de lineas de
datos bloqueados en el grupo de propulsion que recibe una sefial de precarga de nivel de voltaje alto.

En la operacion de la celda de propulsién 180 precargada, la sefial de datos —DATAIN es recibida por la linea de
datos 188 y pasada al transistor 184 de bloqueo de datos sincronizados por medio del transistor 186 de paso de
precarga proporcionando un impulso de voltaje alto en la sefial de precarga. El transistor 184 de bloqueo de datos
sincronizados pasa los datos a la linea 182 de datos bloqueados y a la capacitancia 192 del nodo de
almacenamiento de datos por medio de un impulso de voltaje alto en la sefial del reloj de datos. El impulso de voltaje
alto en la sefal del reloj de datos se produce durante el impulso de voltaje alto en la sefial de precarga.

La capacitancia 126 del nodo de almacenamiento es precargada a través del transistor de precarga 128 por medio
del impulso de voltaje alto en la sefial de precarga. El transistor 184 de bloqueo de datos sincronizados es
desactivado para proporcionar las sefiales de datos bloqueados —LDATAIN cuando el impulso de voltaje alto en la
sefial del reloj de datos pasa de un nivel de voltaje alto a un nivel de voltaje bajo. Los datos que son bloqueados en
la celda de propulsion 180 precargada son proporcionados mientras que la sefial del reloj de datos esta en un nivel
de voltaje alto y mantenidos hasta después de que la sefial del reloj de datos pase a un nivel de voltaje bajo, que se
produce durante el impulso de voltaje alto en la sefial de precarga. Por el contrario, se proporcionan los datos que
han de ser bloqueados en la celda de propulsién 120 precargada de la Figura 6 mientras que la sefial de seleccion
esta en un nivel de voltaje alto.

En una realizacion de la celda de propulsion 180 de precarga, después del impulso de voltaje de nivel alto en la
sefial del reloj de datos, las sefiales de direcciones -~ADDRESS1 y ~ADDRESS2 son proporcionadas en las lineas de
direcciones 144 y 146 para fijar los estados del primer transistor de direcciones 138 y del segundo transistor de
direcciones 140. Se proporciona un impulso de voltaje alto en la linea de seleccion 134 para activar el transistor de
seleccion 130, y la capacitancia 126 del nodo de almacenamiento se descarga si el transistor de datos 136, el primer
transistor de direcciones 138 y/o el segundo transistor de direcciones 140 estan todos desactivados.

La celda de propulsién 180 precargada es una celda de propulsién direccionada si ambas sefales de direcciones -
ADDRESS1 y —~ADDRESS2 son bajas, y la capacitancia 126 del nodo de almacenamiento se descarga si la sefial de
datos bloqueados —LDATAIN es alta, o permanece cargada si la sefial de datos bloqueados —LDATAIN es baja. La
celda de propulsion 180 precargada no es una celda de propulsion direccionada si al menos una de las sefales de
direcciones -ADDRESS1 y —~ADDRESS?2 es alta, y la capacitancia 126 del nodo de almacenamiento se descarga
independientemente del nivel de voltaje de la sefial de datos bloqueados —LDATAIN. Los transistores de direcciones
primero y segundo 136 y 138 comprenden un decodificador de direcciones vy, si la celda de propulsiéon 180
precargada es direccionada, el transistor de datos 136 controla el nivel de voltaje en la capacitancia 126 del nodo de
almacenamiento.

La Figura 15 es un diagrama de temporizacion que ilustra la operacion de una realizacidn de un circuito de celdas de
propulsiéon de doble velocidad de datos que usa las celdas de propulsién 160 precargadas y las celdas de propulsion
180 precargadas del un transistor de dos pasos. El circuito de celda de propulsion de doble velocidad de datos
incluye una pluralidad de grupos de propulsiéon y cada grupo de propulsion incluye sustancialmente la mitad de las
celdas de propulsion 160 precargadas y sustancialmente la mitad de las celdas de propulsién 180 precargadas del
transistor de dos pasos.

El circuito de celdas de propulsion de doble velocidad de datos incluye un primer grupo de propulsién FG1, un
segundo grupo de propulsion FG2, un tercer grupo de propulsion FG3 y otros grupos de propulsion, hasta el grupo
de propulsién FGn. El circuito de celdas de propulsién de doble velocidad de datos recibe unas sefiales de
precarga/seleccion S0, S1, S2 y otras sefiales de precarga/seleccion, hasta Sn. El primer grupo de propulsién FG1
recibe la sefial SO en 700 como una sefial de precarga y la sefal S1 en 702 como una sefal de seleccion. El
segundo grupo de propulsién FG2 recibe la sefial S1 en 702 como una sefal de precarga y la sefial S2 en 704 como
una sefal de seleccion. El tercer grupo de propulsién FG3 recibe la sefial S2 en 704 como una sefial de precarga y
la sefial S3 (no mostrada) como una sefal de seleccién y asi sucesivamente, hasta el grupo de propulsién FGn que
recibe la sefial Sn-1 (no mostrada) como una sefial de precarga y la sefal Sn (no mostrada) como una sefal de
seleccion.

El circuito de celdas de propulsiéon de doble velocidad de datos recibe una sefial del primer reloj de datos DCLK1 en
706 por medio de un primer reloj de datos y una sefal del segundo reloj de datos DCLK2 en 708 por medio de un
segundo reloj de datos. El primer reloj de datos esta eléctricamente acoplado a todas las lineas 190 del reloj de
datos en las celdas de propulsion 180 precargadas en grupos de propulsién numerados impares, tal como el primer
grupo de propulsion FG1 y el tercer grupo de propulsion FG3. El segundo reloj de datos esta eléctricamente
acoplado a todas las lineas 190 del reloj de datos en las celdas de propulsiéon 180 precargadas en grupos de
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propulsién numerados pares, tal como el segundo grupo de propulsion FG2 y el cuarto grupo de propulsion FG4. Las
lineas 170 de seleccion de datos de todas las celdas de propulsién 160 precargadas en un grupo de propulsion
estan eléctricamente acopladas a la linea de precarga de dicho grupo de propulsion. También los transistores de
paso 186 de precarga de todas las celdas de propulsion 180 de precarga en un grupo de propulsién estan
eléctricamente acoplados a la linea de precarga de dicho grupo de propulsion.

La sefial del primer reloj de datos DCLK1 en 706 incluye un impulso de voltaje alto en la primera mitad de cada
impulso de voltaje alto en las sefiales de precarga de los grupos de propulsion acoplados al primer reloj de datos, y
la sefial del segundo reloj de datos en 708 incluye un impulso de voltaje alto en la primera mitad de cada impulso de
voltaje alto en las sefiales de precarga de los grupos de propulsién acoplados al segundo reloj de datos. Las lineas
de datos proporcionan las sefales de datos —-D1—Dn en 710, en donde cada una de las lineas de datos proporciona
una de las sefiales de datos —D1—Dn en 710 y un primer bit de datos durante la primera mitad del impulso de voltaje
alto en una sefial de precarga y un segundo bit de datos durante la segunda mitad del impulso de voltaje alto en la
sefial de precarga. Cada linea de datos esta eléctricamente acoplada a las celdas de propulsién 160 precargadas y
a las celdas de propulsion 180 precargadas del transistor de dos pasos en cada uno de los grupos de propulsion
FG1-FGn.

En los grupos de propulsién numerados impares la sefal del primer reloj de datos DCLK1 en 706 y una sefial de
precarga bloquean dos bits de datos durante cada impulso de voltaje alto en la sefial de precarga. En los grupos de
propulsién numerados pares la sefial del segundo reloj de datos DCLK2 en 708 y una sefal de precarga bloquean
dos bits de datos durante cada impulso de voltaje alto en la sefial de precarga. En otras realizaciones de circuitos de
celdas de propulsion de varias velocidades de datos que usan las celdas de propulsion 160 de precarga y las celdas
de propulsion 180 precargadas del transistor de dos pasos, se puede usar cualquier numero apropiado de sefales
del reloj de datos para bloquear varios bits de datos, tal como tres o mas bits de datos, durante el impulso de voltaje
alto de una sefal de precarga.

Los grupos de propulsion FG1-FGn bloquean las sefiales de datos —D1—Dn en 710 para proporcionar sefales de
datos sincronizados bloqueados y sefales de datos de precarga bloqueados, que se usan para activar los
conmutadores de accionamiento 172 para excitar las resistencias de propulsion seleccionadas 52. Cada uno de los
grupos de propulsidon recibe una sefal de propulsion que incluye unos impulsos de energia para excitar las
resistencias de propulsion 52 seleccionadas. En una realizacion, un impulso de energia comienza sustancialmente
hacia la mitad o el extremo del impulso de voltaje alto en la sefial de seleccion del grupo de propulsién para excitar
las resistencias de propulsién 52 seleccionadas en el primer grupo de propulsion.

El primer grupo de propulsién FG1 bloquea las sefiales de datos -D1—Dn en 710 para proporcionar las sefales de
datos sincronizados bloqueados del primer grupo de propulsién FG1C en 712 y las sefales de datos de precarga
bloqueados del primer grupo de propulsién FG1P en 714. El segundo grupo de propulsién FG2 bloquea las sefales
de datos -D1—Dn en 710 para proporcionar las sefiales de datos sincronizados bloqueados del segundo grupo de
propulsién FG2C en 716 y las sefiales de datos de precarga bloqueados del segundo grupo de precarga FG2P en
718. El tercer grupo de propulsion FG3 bloquea las sefiales de datos -D1—Dn en 710 para proporcionar las sefiales
de datos sincronizados bloqueados del tercer grupo de propulsion FG3C en 720 y las sefiales de datos de precarga
bloqueados del tercer grupo de propulsién FG3P en 722. Los otros grupos de propulsion también bloquean las
sefiales de datos -D1—Dn en 710 para proporcionar las sefiales de datos sincronizados bloqueados y las sefales
de datos de precarga bloqueados de forma similar a los grupos de propulsién FG1-FG3.

La sefial SO en 700 proporciona un impulso de voltaje alto en 724 en la sefial de precarga del primer grupo de
propulsiéon FG1. Durante la primera mitad del impulso de voltaje alto en 724, la sefal del primer reloj de datos
DCLK1 en 706 proporciona un impulso de voltaje alto en 726. Las sefiales de datos -D1—Dn en 710 incluyen el
primer grupo de sefiales de datos sincronizados 1C en 728 que son pasados a través de los transistores 186 de
paso de precarga acoplados a la linea de precarga del primer grupo de propulsion FG1 y de los transistores de
bloqueo de datos sincronizados 184 acoplados al primer reloj de datos en el primer grupo de propulsiéon FG1 para
proporcionar las sefiales de datos sincronizados 1C en 730 del primer grupo de propulsion en las sefiales de datos
bloqueados del primer grupo de propulsion FG1 en 712. Las sefiales de datos sincronizados 1C en 730 del primer
grupo de propulsion son bloqueadas cuando el impulso de voltaje alto 726 pasa a un nivel lo6gico bajo. Las sefales
de datos sincronizados 1C en 728 del primer grupo de propulsion deben ser conservadas hasta después de que el
impulso de voltaje alto 726 pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Durante la segunda mitad del impulso de voltaje alto en 724, las sefales de datos —D1—Dn en 710 incluyen las
sefiales de datos de precarga 1P en 732 del primer grupo de propulsion. Las sefiales de datos de precarga 1P en
732 del primer grupo de propulsion son pasadas a través de los transistores 162 de bloqueo de datos que estan
acoplados a la linea de precarga del primer grupo de propulsion FG1 para proporcionar las sefales de datos de
precarga 1P en 734 del primer grupo de propulsion en las sefiales de datos de precarga bloqueados del primer
grupo de propulsién FG1 en 714. Las sefales de datos de precarga 1P en 734 del primer grupo de propulsién son
bloqueadas en las celdas de propulsién 160 precargadas en el primer grupo de propulsion FG1 cuando el impulso
de voltaje alto 724 pasa a un nivel légico bajo. Las sefales de los datos de precarga 1P en 732 del primer grupo de
propulsién debe ser mantenido hasta después de que el impulso de voltaje alto 724 pase por debajo de los valores
umbral del transistor.
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Se proporcionan las sefiales de direccion para seleccionar un subgrupo de filas, y la sefial S1 en 702 proporciona un
impulso de voltaje alto en 736 en la sefial de seleccién del primer grupo de propulsién FG1 y en la sefial de precarga
del segundo grupo de propulsién FG2. El impulso de voltaje alto en 736 activa los transistores de seleccion 130 en
las celdas de propulsion 160 precargadas y los transistores de seleccion 130 en las celdas de propulsién 180
precargadas del primer grupo de propulsion FG1. En el subgrupo de filas direccionado, las capacitancias 126 de los
nodos de almacenamiento se descargan si los datos bloqueados del primer grupo de propulsion FG1C en 712 y
FG1P en 714 son altos o permanecen cargadas si los datos bloqueados del primer grupo de propulsién FG1C en
712 y FG1P en 714 son bajos. En los subgrupos de filas que no han sido direccionados, las capacitancias 126 de los
nodos de almacenamiento se descargan independientemente del nivel de voltaje de los datos del grupo de
propulsién bloqueados FG1C en 712 y FG1P en 714. Se proporciona un impulso de energia en la sefial de
propulsion del primer grupo de propulsion para excitar las resistencias de propulsién 52 acopladas para conducir los
conmutadores de accionamiento en el subgrupo de filas direccionado.

Durante la primera mitad del impulso de voltaje alto en 736, la sefial del segundo reloj de datos DCLK2 en 708
proporciona un impulso de voltaje alto en 738. Las sefiales de datos -D1—Dn en 710 incluyen las sefales de datos
sincronizados 2C en 740 del segundo grupo de propulsion que son pasadas a través de los transistores de paso 186
de precarga acoplados a la linea de precarga del segundo grupo de propulsion FG2 y de los transistores 184 de
bloqueo de datos sincronizados acoplados al segundo reloj de datos en el segundo grupo de propulsion FG2 para
proporcionar las sefales de datos sincronizados 2C en 742 del segundo grupo de propulsion en las sefiales de datos
sincronizados bloqueados del segundo grupo de propulsién FG2C en 716. Las sefiales de datos sincronizados 2C
en 742 del segundo grupo de propulsién son bloqueadas cuando el impulso de voltaje alto 738 pasa a un estado
I6gico bajo. Las sefiales de datos sincronizados 2C en 740 del segundo grupo de propulsién deben ser conservadas
hasta después de que el impulso de voltaje alto 738 pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Durante la segunda mitad del impulso de voltaje alto en 736, las sefiales de datos —-D1—Dn en 710 incluyen las
sefiales de datos de precarga 2P en 744 del segundo grupo de propulsion. Dichas sefiales de datos de precarga 2P
en 744 del segundo grupo de propulsion son pasadas a través de los transistores 162 de bloqueo de datos que
estan acoplados a la linea de precarga del segundo grupo de propulsion FG2 para proporcionar las sefiales de datos
de precarga 2P en 746 del segundo grupo de propulsidon en las sefales de datos de precarga bloqueados del
segundo grupo de propulsion FG2P en 718. Las sefiales de datos de precarga 2P en 746 del segundo grupo de
propulsién son bloqueadas en las celdas de propulsion 160 precargadas en el segundo grupo de propulsién FG2
cuando el impulso 736 de voltaje alto pasa a un nivel l6gico bajo. Las sefiales de datos de precarga 2P en 744 del
segundo grupo de propulsién deben ser conservadas hasta después de que el impulso 736 de voltaje alto pase por
debajo de los valores umbral del transistor.

Se proporcionan unas sefiales de direcciones para seleccionar un subgrupo de filas y la sefial S2 en 704
proporciona un impulso de voltaje alto en 748 en la sefial de seleccion del segundo grupo de propulsion FG2 y en la
sefal de precarga del tercer grupo de propulsion FG3. El impulso de voltaje alto en 748 activa los transistores de
seleccion 130 en las celdas de propulsién 160 precargadas y los transistores de seleccion 130 en las celdas de
propulsién 180 precargadas del segundo grupo de propulsion FG2. En el subgrupo de filas direccionado las
capacitancias 126 de los nodos de almacenamiento se descargan si los datos bloqueados del segundo grupo de
propulsion FG2C en 716 y FG2P en 718 son altos o permanecen cargadas si los datos bloqueados FG2C en 716 y
FG2P en 718 son bajos. En los subgrupos de filas que no son direccionados las capacitancias 126 de los nodos de
almacenamiento se descargan independientemente del nivel de voltaje de los datos bloqueados del segundo grupo
de propulsion FG2C en 716 y FG2P en 718. Se proporciona un impulso de energia en la sefal de propulsién del
primer grupo de propulsion para excitar las resistencias de propulsién 52 acopladas a los conmutadores de
accionamiento 172 conductores en el subgrupo de filas direccionado.

Durante la primera mitad del impulso de voltaje alto en 748, la sefial del primer reloj de datos DCLK1 en 706
proporciona un impulso de voltaje alto en 750. Esto activa los transistores 184 de bloqueo de datos sincronizados en
grupos de propulsién numerados impares, que incluyen los transistores 184 de bloqueo de datos sincronizados en el
primer grupo de propulsién FG1. Cuando dichos transistores 184 de bloqueo de datos sincronizados en el primer
grupo de propulsion FG1 se activan, los datos en la sefial de datos sincronizados bloqueados del primer grupo de
propulsion FG1C en 712 se hacen indeterminados en 752.

Las sefales de datos —-D1—Dn en 710 incluyen las sefales de datos sincronizados 3C en 754 del tercer grupo de
propulsién que son pasadas a través de los transistores 186 de paso de precarga acoplados a la linea de precarga
del tercer grupo de propulsién FG3 y los transistores 184 de bloqueo de datos sincronizados acoplados al primer
reloj de datos en el tercer grupo de propulsion FG3 para proporcionar las sefales de datos sincronizados 3C en 756
del tercer grupo de propulsion en las sefiales de datos sincronizados bloqueados del tercer grupo de propulsion
FG3C en 720. Las sefiales de datos sincronizados 3C en 756 del tercer grupo de propulsion son bloqueadas cuando
el impulso de voltaje alto 750 pasa a un nivel Iégico bajo. Las sefiales de datos sincronizados 3C en 754 del tercer
grupo de propulsién deben ser conservadas hasta después de que el impulso de voltaje alto 750 pase por debajo de
los valores umbral del transistor.

Durante la segunda mitad del impulso de voltaje alto en 748, las sefales de datos —D1—Dn en 710 incluyen las
sefiales de datos de precarga 3P en 758 del tercer grupo de propulsion. Las sefales de datos de precarga 3P en
758 del tercer grupo de propulsidon son pasadas a través de los transistores 162 de bloqueo de datos que estan
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acoplados a la linea de precarga del tercer grupo de propulsion FG3 para proporcionar las sefiales de datos de
precarga 3P en 760 en las sefales de datos de precarga bloqueados del tercer grupo de propulsion FG3P en 722.
Las sefales de datos de precarga 3P en 760 del tercer grupo de propulsién son bloqueadas en las celdas de
propulsién 160 precargadas en el tercer grupo de propulsién FG3 cuando el impulso 748 de voltaje alto pasa a un
nivel légico bajo. Las sefiales de datos de precarga 3P en 758 del tercer grupo de propulsion deben ser conservadas
hasta después de que el impulso 748 de voltaje alto pase por debajo de los valores umbral del transistor.

Durante la primera mitad de un impulso de voltaje alto en la sefial S3 (no mostrada) la sefial del segundo reloj de
datos DCLK2 en 708 proporciona un impulso de voltaje alto, indicado en 762. Esto activa los transistores 184 de
bloqueo de datos sincronizados en grupos de propulsion numerados pares, que incluyen los transistores 184 de
bloqueo de datos sincronizados en el segundo grupo de propulsién FG2. Cuando los transistores 184 de bloqueo de
datos sincronizados en el segundo grupo de propulsion FG2 se activan, los datos en la sefial de datos sincronizados
bloqueados del segundo grupo de propulsién FG2C en 716 se hacen indeterminados en 764. El proceso continta
hasta e incluyendo el grupo de propulsién FGn que recibe la sefial Sn-1 como una sefial de precarga y la sefial Sn
como una sefial de seleccién. El proceso se repite mismamente empezando con el primer grupo de propulsion FG1
hasta que se realice la expulsion del fluido.

Aunque aqui se han ilustrado unas realizaciones especificas, se entiende que el invento solamente esta limitado por
las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo (22) de expulsion de fluido que comprende al menos:

- un primer grupo (402) de celdas de propulsion (150, 160, 180), teniendo el primer grupo una primera linea
de propulsion (124, 412) adaptada para conducir una primera sefial de energia que incluye unos primeros
impulsos de energia, unas lineas de datos (DATAIN, -D1—Dn, --DC1, --DCn) adaptadas para conducir unas
sefiales de datos que representan una imagen, comprendiendo cada celda de propulsién unos circuitos de
bloqueo para bloquear las sefiales de datos y unos primeros generadores de gotas configurados para
responder a la primera seial de energia para expulsar fluido sobre la base de las sefiales de datos
bloqueados;

- un segundo grupo de celdas de propulsion, teniendo dicho segundo grupo una segunda linea de propulsion
adaptada para conducir una segunda sefal de energia que incluye unos segundos impulsos de energia, unas
lineas de datos adaptadas para conducir unas sefiales de datos que representan una imagen, comprendiendo
cada celda de propulsidén unos circuitos de bloqueo para bloquear las sefiales de datos, y unos segundos
generadores de gotas configurados para responder a la segunda sefial de energia para expulsar fluido sobre
la base de las sefales de datos bloqueados;

en el que algunas de las celdas de propulsién de cada grupo tienen conmutadores (418) controlados por
sefiales del reloj, estando los conmutadores dispuestos para asignar algunas sefiales de datos a algunas
celdas de propulsion sobre la base de las sefales del reloj, siendo otras sefiales de datos asignadas a las
otras celdas de propulsion.

2. El dispositivo de expulsion de fluido de la reivindicacion 1, en el que uno de los primeros impulsos de energia
incluye un tiempo de iniciacion y un tiempo final y uno de los segundos impulsos de energia se inicia entre el tiempo
de iniciacion y el tiempo final.

3. El dispositivo de expulsién de fluido de la reivindicacion 1, en el que la primera linea de propulsion esta
eléctricamente aislada de la segunda linea de propulsion.

4. El dispositivo de expulsion de fluido de la reivindicacion 1 (22), en el que cada celda de propulsion (150, 160, 180)
comprende:

una resistencia de propulsion (52);

un conmutador de accionamiento (172) configurado para habilitar a la resistencia de propulsiéon para que
responda a la sefial de energia;

un primer conmutador de datos (152, 162, 184) configurado para recibir dicha sefial de datos y para bloquear
la sefial de datos para proporcionar una sefal de datos bloqueados; y

un segundo conmutador de datos (136) configurado para recibir la sefial de datos bloqueados y para controlar
el conmutador de accionamiento para habilitar a la resistencia de propulsién para que responda a la sefal de
energia y caliente el fluido que ha de ser expulsado sobre la base de la sefial de datos bloqueados.

5. El dispositivo de expulsion de la reivindicacion 4, en el que:

en algunas de dichas celdas de propulsion el primer conmutador de datos (152, 162) esta configurado para
bloquear las sefiales de datos sobre la base de la sefial del reloj; y

en las demas celdas de propulsion, el primer conmutador de datos (152, 162) esta configurado para bloquear
las sefiales de datos por medio de una sefial de precarga.

6. El dispositivo de expulsién de la reivindicacién 5, en el que cada una de dichas celdas de propulsion comprende
un tercer conmutador de datos (186) configurado para pasar las sefiales de datos al primer conmutador de datos
sobre la base de la sefial de precarga.

7. Un método operativo de un dispositivo (22) de expulsidon de fluido, comprendiendo dicho dispositivo de expulsion
de fluido un primer grupo (402) de celdas de propulsion (150, 160, 180), teniendo el primer grupo una primera linea
de propulsion (124, 412), unas lineas de datos (DATAIN, -D1—Dn, -DC1—DCn) adaptadas para conducir unas
sefiales de datos que representan una imagen, comprendiendo cada celda de propulsion unos circuitos de bloqueo y
unos primeros generadores de gotas configurados para expulsar fluido;

un segundo grupo de celdas de propulsion, teniendo el segundo grupo una segunda linea de propulsién, unas lineas
de datos adaptadas para conducir unas sefales de datos que representan una imagen, comprendiendo cada celda
de propulsién unos circuitos de bloqueo y unos primeros generadores de gotas configurados para expulsar fluido;

en el que algunas de las celdas de propulsion de cada grupo tiene unos conmutadores (418) conectados a una linea
del reloj;
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comprendiendo el método:

la conduccion de una primera sefial de energia que incluye unos primeros impulsos de energia por medio de
una primera linea de propulsion (124, 412) a las celdas de propulsion del primer grupo;

la conduccion de una segunda sefial de energia que incluye unos segundos impulsos de energia por medio
de una segunda linea de propulsion (124, 412) a las celdas de propulsién del segundo grupo; y

dentro de cada grupo
la conduccién de las sefales de datos por medio de las lineas de datos; y

la conduccion de una sefial del reloj por medio de la linea del reloj a dichos conmutadores de algunas de
dichas celdas;

la asignacion por dichos conmutadores de algunas de las celdas de propulsion de algunas sefiales de datos a
algunas de las celdas que han de ser bloqueadas sobre la base de las sefales del reloj, siendo asignadas
otras de las sefiales de datos a otras de las celdas que han de ser bloqueadas;

la recepcion por los circuitos de las sefiales de datos, el bloqueo de las sefiales de datos, y la respuesta a la
sefial de energia para la expulsion de fluido sobre la base de las sefiales de datos.

8. El método de la reivindicacioén 7, en el que el bloqueo de algunas de dichas sefiales de datos comprende el
bloqueo de algunas de las sefiales de datos por medio de dichos conmutadores sometidos a la sefial del reloj, y el
bloqueo de las otras sefiales de datos sometido a una sefial de control de carga de impulsos para proporcionar las
sefiales de datos bloqueadas.

9. El método de la reivindicacion 8, en el que el bloqueo de algunas de dichas sefiales de datos comprende ademas
el paso de las sefiales de datos por medio de un conmutador de paso (186) sobre la base de la sefial de control de
carga de impulsos.
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